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요약

특별히 사용될 수 있는 발광 지속 시간, 즉 발광 수명을 향상시킬 수 있는, 유기 전광(electroluminescence) 장치가 
제공된다. 유기 전광 장치에 사용된 발광체는 기판 상에 순서대로 적층된 하부 전극층, 발광층 및 투명 전극층으로 구성
되어 있다. 투명 전극 층의 재료로서, 주석과 인듐의 산화물의 혼합물인 물질 " In 2-x SnxO3-y 이 주성분으로서 이용
된다. 흡습성(hygroscopicity)의 재료가 투명 전극층에 인접하여 형성된다. 발광 소자부는 전극으로 구성되고, 발광 
재료층이 전광 장치이다.

대표도

 - 1 -



공개특허 특2002-0070158

 

색인어
발광 소자, 발광체, 발광 표시 장치

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1h는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 2a 내지 도 2h는 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 3a 내지 3h는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 4a 내지 4h는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 5a 내지 도 5h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 6a 내지 도 6h는 본 발명의 제 2 실시예의 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 7a 내지 도 7h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 8a 내지 도 8h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도.

도 9a 및 도 9c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는 단면도이며, 도 9b는 그 평면도.

도 10a 및 도 10c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는 단면도이며, 도 10b는 그 평면도.
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도 11a 및 도 11c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는, 단면도이며 도 11b는 그 평면도.

도 12a 및 도 12c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는 단면도이며, 도 12b는 그 평면도.

도 13a 및 도 13c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는 단면도이며, 도 13b는 그 평면도.

도 14a 및 도 14c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 발광체의 구조를 예시하는 단면도이며, 도 14b는 그 평면도.

도 15a는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 발광 소자들의 그룹의 단면도이며, 
도 15b는 그 평면도.

도 16a는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 다른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 다른 발광 소자들의 그룹의 
단면도이며, 도 16b는 그 평면도.

도 17a는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 다른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 다른 발광 소자들의 그룹의 
단면도이며, 도 17b는 그 평면도.

도 18a 및 도 18c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 발광체의 단면도이며, 도 18b는 그 평면도.

도 19a 및 도 19c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 다른 발광체의 단면도이며, 도 19b는 그 평면도.

도 20a 및 도 20c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 20b는 그 평면도.

도 21a 및 도 21c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 21b는 그 평면도.

도 22a 및 도 22c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 22b는 그 평면도.

도 23a 및 도 23c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 23b는 그 평면도.

도 24a 및 도 24c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 24b는 그 평면도.

도 25a 및 도 25c는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이며, 도 25b는 그 평면도.

도 26a는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 단면도이며, 도 26b는 그 평면도.

도 27a는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 다른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 단면도이며, 도 27b는 그 평
면도.

도 28a는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 또 다른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 예시하는 단면도이며, 도 28b는 그 
평면도.

도 29a는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 발광체를 개념적으로 예시하는 단면도이며, 도 29b는 그 평면도.

도 30a는 본 발명의 제 8 실시예에 따른 발광 소자부의 단면도이며, 도 30b는 그 평면도.

도 31은 본 발명의 제 9 실시예에 따른 도 30a 및 도 30b에 도시된 발광 소자부와 배선들 사이의 위치 관계를 예시하
는 평면도.

도 32는 본 발명의 제 9 실시예에 따른 다른 발광 소자부와 배선들 사이의 위치 관계를 예시하는 평면도.
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도 33은 본 발명의 제 9 실시예에 따른 또 다른 발광 소자부와 배선들 사이의 위치 관계를 예시하는 평면도.

도 34는 본 발명의 제 10 실시예에 따른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 35는 본 발명의 제 10 실시예에 따른 다른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 36은 본 발명의 제 10 실시예에 따른 또다른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 37은 본 발명의 제 10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 38은 본 발명의 제 10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 39는 본 발명의 제 10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자부와 발광 소자부에 대한 배선들의 접속을 도시하는 회로도.

도 40은 본 발명의 제 11 실시예에 따른 색상을 생성하도록 기능하는 발광 소자들의 배열의 단면도.

도 41은 또한 본 발명의 제 11 실시예에 따른 색상을 생성하도록 기능하는 발광 소자들의 배열의 단면도.

도 42는 또한 본 발명의 제 11 실시예에 따른 색상을 생성하도록 기능하는 발광 소자들의 배열의 단면도.

도 43은 색상을 생성하기 위한 발광 소자의 배열과 그 층 구조를 예시하는 단면도.

도 44는 색상을 생성하기 위한 다른 발광 소자의 배열과 그 층구조를 예시하는 단면도.

도 45는 색상을 생성하기 위한 또 다른 발광 소자의 배열과 그 층구조를 예시하는 단면도.

도 46은 본 발명의 제 12 실시예에 따른 기판과 발광체 사이의 위치 관계를 예시하는 단면도.

도 47은 또한 본 발명의 제 12 실시예에 따른 기판과 다른 발광체 사이의 위치 관계를 예시하는 단면도.

도 48은 본 발명의 제 13 실시예에 따른 발광체(발광 소자)의 구조를 예시하는 단면도.

도 49는 또한 본 발명의 제 13 실시예에 따른 다른 발광체(발광 소자)의 구조를 예시하는 단면도.

도 50은 본 발명의 제 14 실시예에 따른 발광 소자부와 그 배선 사이의 구조 관계를 예시하는 평면도.

도 51a, 51b 및 51c는 본 발명의 제 16 실시예에 따른 초기 단계에서 발광 소자부를 제조하는 방법을 예시하는 단면도.

도 52a, 52b 및 52c는 또한 본 발명의 제 16 실시예에 따른 발광 소자부를 제조하는 방법을 예시하는 단면도.

도 53a 및 도 53b는 또한 본 발명의 제 16 실시예에 따른 발광 소자부 제조 방법을 예시하는 단면도.

도 54a 및 도 54b는 또한 본 발명의 제 16 실시예에 따른 발광 소자부 제조 방법을 예시하는 단면도.

도 55a 및 도 55b는 또한 본 발명의 제 16 실시예에 따른 발광 소자부 제조 방법을 예시하는 단면도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

11: 기판21: 투명 전극층
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22: 하부 전극충31: 발광층

33: 정공 주입층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

(발명의 분야)

본 발명은 발광체, 발광 소자 및 이를 사용한 발광 표시 장치에 관한 것이며, 특히, 실용적 발광 지속 시간을 보장하는 
발광체 및 발광 소자와, 발광체 및 발광 소자를 사용한 발광 표시 장치에 관한 것이다.

본 출원은 본 명세서에서 참조하고 있는 2001년 2월 27일자 일본 특허 출원 제 2001-051410의 우선권으로 주장하
고 있다.

(관련 기술의 설명)

일반적으로, 표시 장치에 사용되는 자체 발광체로서, 전계 방출 장치 및 전광(electroluminescence: EL) 장치가 사용
될 수 있다. EL 장치는 두가지 형태의 장치들로 분류되며, 하나는 발광층으로서 유기 재료를 사용하는 유기 EL 장치이
고, 나머지는 발광층으로서 무기 재료를 사용하는 무기 EL 장치이다.

    
유기 EL 장치는 일반적으로 애노드, 캐소드 및 유기 EL층으로 구성되며, 유기 EL층은 유기 발광 콤파운드로 이루어져, 
애노드와 캐소드 사이에 샌드위치식으로 개재된다. 애노드와 캐소드 사이에 전압이 적용될 때, 정공이 애노드로부터 유
기 EL층으로 주입되고, 전자가 캐소드로부터 유기 EL층으로 주입되며, 그곳에서, 정공과 전자가 서로 재결합하게 된다. 
이때 발생하는 에너지에 의해, 유기 EL층을 구성하는 유기 발광 콤파운드의 분자가 여기된다. 여기된 분자가 그라운드 
상태가 되면서 비활성화될 때 발광 현상이 발생한다. 유기 EL 장치는 이 발광 현상을 이용한 발광체이다.
    

유기 EL층은 단층구조 또는 소위 정공과 전자가 함께 재결합할 때 광이 방출되는 발광층이라 지칭되는 유기층과, 정공
이 유기 EL층내로 쉽게 주입되고 전자가 그 내부에서 용이하게 이동할 수 없는 정공 운반층 및 전자가 EL층내로 용이
하게 주입되고, 정공이 그내부로 쉽게 이동될 수 없는 전자 전달층이라 지칭되는 하나 이상의 유기층이 아닌 층을 포함
하는 다층 구조를 가진다.

최근 유기 EL 장치가 급속히 발전하고 있으며, 상용화되고 있다. 이런 유기 EL 장치는 기본적으로, 트리페닐디아민(T
PO) 등 같은 정공 주입 재료로 제조된 박막이 인듐 주석 산화물(ITO) 등으로 제조된 투명전극(정공 주입 전극, 즉, 애
노드로서 기능)상에 증착법에 의해 성장되고, 그후, 박막상에 적층식으로 알루미-퀴놀리놀 착물(Alq3 ) 등 같은 형광 
물질로 제조된 발광층이 형성되며, 발광층 상에 작은 일함수를 제공하는 은(Ag), 마그네슘(Mg) 등을 사용하여 금속 
전극(전자 주입 전극, 즉, 캐소드로서 기능)이 부가적으로 형성된다. 이런 유기 EL 장치는 약 10V의 낮은 전압을 적용
함으로써 매우 높은 수백 cd/m2내지 수만 cd/m2의 휘도를 제공할 수 있으며, 전기적 구성성분들 및/또는 가전 기기용 
표시 장치, 자동차, 자전거, 비행기 등에 사용될 것으로 기대된다. 이런 상술한 유기 EL 장치에서, 예로서, 발광층으로
서 기능하는 유기층은 전자 주입 전극으로서 기능하는 스캐닝(컴먼 라인) 전극과, 정공 주입 전극, 즉, 투명 전극으로서 
기능하는 데이터(세그먼트 라인) 전극 사이에 배치된다.

    
부가적으로, 상술한 유기 EL 장치를 사용하는 표시 장치는 대략 두가지 형태의 표시 장치들로 분류될 수 있으며, 이들 
중 하나는 매트릭스형 표시 장치이고, 나머지는 세그먼트형 표시 장치이다. 매트릭스형 표시 장치에서, 도트 매트릭스 
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표시는 이미지, 문자 등 같은 정보가 도트로 구성된 화소의 집합의 형태로 표시되는 도트 매트릭스 형태로 스캐닝 전극
과 데이터 전극을 배열함으로써 수행된다. 세그먼트형 표시 장치에서, 특정 목적을 위한 소정 컨텐트가 소정 형상 및 크
기를 가진 개별 및 독립 표시 유닛으로서 표시된다. 세그먼트형 표시 장치는 독립적 및 개별적으로 표시 유닛를 표시하
기 위해, 정적 구동법에 의해 작동되지만, 도트 매트릭스 표시 장치는 데이터 라인들과 스캐닝 라인들이 시분할 방식으
로 구동되게 하는 동적 구동법에 의해 동작되어야만 한다.
    

    
유기 EL 장치의 발광 소자부를 구성하는 발광체도 두가지 발광체들의 형태로 분류될 수 있으며, 하나는 기판 표면 발광
체 형태이고, 나머지는 막 표면 발광체 형태이다. 기판 표면 발광체는 투명 전극이 투명 기판상에 형성되고 발광층이 투
명 전극상에 형성되며, 금속 전극이 부가적으로 발광층상에 형성되어 발광층내에서 발생된 광이 투명 전극과 투명 기판
을 통해 외부로 전달 및 투과되도록 구성된다. 한편, 막 표면 발광체는 금속 전극이 기판상에 형성되고, 발광층이 금속 
전극상에 형성되며, 투명 전극이 발광층상에 부가적으로 형성되고, 발광층에서 발생된 광이 투명 전극을 통해 전달 및 
투과되고 그후, 기판의 표면에 대향 배치된 막의 측면으로부터 외부로 전달 및 투과되도록 구성된다. 기판 표면 발광체
의 예는 " 응용 물리학지 제 51 호, 913 - 915 쪽, 1987년(Appl. Phys. Lett., No. 51, pp.913-915(1987))" 의 
기사 모음에 개시되어 있다. 막 표면 발광체의 예는 " 응용 물리학지, 제 65호, 2636 - 2638 쪽, 1994년(Appl. Phy
s. Lett., No. 65, pp. 2636-2638(1994))" 의 기사 모음에 개시되어 있다.
    

    
그러나, 발광체 또는 발광 소자로서 사용되는 종래의 유기 EL 장치의 발광층을 위한 재료로서 사용되는 형광 유기체는 
습기, 산소 등에 민감하다. 부가적으로, 발광층상에 직접적으로 배치되거나 발광층과 대면 전극 사이에 개재된 정공 주
입층 또는 전자 주입층을 가지는 종래의 전극(이하, 대면 전극이라 지칭함)은 산화에 의해 쉽게 열화된다. 이 때문에, 
종래의 유기 EL 장치가 대기중에서 동작할 때, 그 발광 특성이 급속히 열화된다. 산소 또는 습기가 종래의 유기 EL 장
치의 부근에 존재하는 경우에, 유기 재료들은 막의 박리와 흑점(비발광부; dark-spot)의 성장을 유발하는 산화에 의
해 쉽게 열화되며, 결과적으로, 어떠한 광도 방출하지 못하는 현상이 발생한다. 이는 유기 EL 장치의 수명을 단축시키
는 문제점을 발생시킨다.
    

따라서, 실용적인 유기 EL 장치를 획득하기 위해서, 습기 및 산소가 그 발광층을 침입하지 못하게 하고 , 그 대면 전극
들이 산화되지 않게 하기 위한 소정의 개선들이 필요하다.

    
이 문제점을 해결하기 위해서, 산소 차단 상태로 밀봉하도록 유기 EL 장치를 봉입(encapsulate)하는 방법이 예로서, 
일본 특개평 5-182759호에 개시되었으며, 여기서는, 유기 EL 장치가 내습 광경화성 수지층으로 덮혀지고, 광경화성 
수지층의 상부에 접착된 수분 투과성이 작고 낮은 기판으로 덮혀진다. 유기 EL 장치를 봉입하기 위한 다른 방법이 일본 
특개평 5-41281호에 개시되어 있으며, 여기서는 유기 EL 장치가 합성 제올라이트 같은 탈수제를 함유하는 플루오로
카본 오일을 사용하여 제조된 불활성 액체내에 배치된다. 유기 EL 장치를 봉입하는 또 다른 방법이 일본 특허 제 280
0813호에 개시되어 있으며, 여기서는 상기 유기 EL 장치가 플루오린 폴리머 보호층으로 피복되고, 상기 보호층 위에는 
덮개 구조를 가지면서 불활성 매체로 충전되어 있는 밀봉부가 추가로 형성된다.
    

    
그러나, 단지 이런 상술한 바와 같은 봉입 기술을 적용하는 것만으로는, 유기 EL 장치의 근방에 존재하는 습기 및/또는 
산소를 완전히 제거하는 것이 불가능하다. 결과적으로, 종래의 유기 EL 장치의 충분한 발광 수명을 보증하는 것이 곤란
하다. 다른 문제점은 이런 종래의 봉입 기술이 채용되는 경우에, 부가적으로 부착된 밀봉 재료로 인해 이런 유기 EL 장
치를 사용하는 표시 장치 자체의 두께의 증가가 불가피하다. 따라서, 유기 EL 장치의 이런 봉입 프로세스를 사용하지 
않고 긴 발광 지속 시간을 보증하는 것이 바람직하다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

(발명의 개요)

상술한 관점에서, 본 발명의 목적은 봉입 프로세스를 사용하지 않고도 실용적인 긴 발광 지속 시간을 보증하고, 봉입 프
로세스를 사용하는 것에 의해 보다 긴 발광 지속 시간을 보증할 수 있는 발광체, 발광 소자 및 이를 사용한 유기 EL 장
치를 구성하는 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 제 1 양상에 따라서,

기판과,

투명 전극과,

발광 재료와,

상부 전극을 포함하고,

상기 투명 전극은 기판상에 형성되고 발광 재료와 상부 전극은 순서대로 투명 전극 상에 형성되고,

상기 투명 전극은 주 구성요소로서 " In 2-x SnxO3-y " 의 구조식을 갖는 인듐 산화물과 주석의 혼합물로 구성되어 있
고, " y" 의 값은 0.05 보다 작지 않고, 0.2 보다 크지 않는 범위 내에서 설정된다.

본 발명의 제 2 양상에 따라서,

기판과,

투명 전극과,

발광 재료와,

하부 전극을 포함하고,

상기 하부 전극은 기판 위에 형성되고, 상기 발광 재료와 투명 전극은 순서대로 상기 하부 전극 위에 형성되며,

상기 투명 전극은 주성분으로서 " In2-x SnxO3-y " 의 구조식을 가지는 인듐 산화물과 주석의 혼합물로 구성되어 있
고, " y" 의 값은 0.05 보다 작지 않고, 0.2 보다 크지 않는 범위 내에서 설정된다.

상술한 바에서, 양호한 모드는 흡습성 재료로 이루어진 층이 투명 전극에 인접하게 형성된 것이다.

또한, 양호한 모드는 발광 소자부가 투명 전극층과, 발광 재료층 및 상부/하부 전극층을 포함하며, 전광 장치인 것이다.

다른 양호한 모드는 발광 재료로서 유기 재료를 사용하는 전광 장치가 전류가 박막으로 공급될 때 유기 재료로 제조된 
박막으로부터 광이 방출되는 구조를 가지는 것이다.

또한, 양호한 모드는 정공 주입층이 투명 전극층과 발광 재료층 사이에 형성되는 것이다.

또한, 양호한 모드는 전자 전달층이 발광 재료층과 상부/하부 전극층 사이에 형성되는 것이다.
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또한, 양호한 모드는 발광 소자로서 제 1 양상 또는 제 2 양상에 따른 발광체를 사용하는 것이며, 제 1 발광 소자 그룹, 
제 2 발광 소자 그룹 및 제 3 발광 소자 그룹을 포함하는 상기 발광 소자들의 3그룹들을 포함하고, 각각의 이들 발광 소
자 그룹은 기판 상에서 평면식으로 병렬로 배치되고, 독립적으로 적층되고 또한 각각 상기 발광 소자들의 적어도 하나
로 만들어지고, 각각의 이들 발광 소자 그룹은 상기 제 1 발광 소자 그룹이 적색 파장 영역에서 광을 방출하고, 상기 제 
2 발광 소자 그룹은 녹색 파장 영역에서 광을 방출하고, 상기 제 3 발광 소자 그룹은 청색 파장 영역에서 광을 방출하는 
것이다.
    

또한, 양호한 모드는 각 발광 그룹이 적색, 녹색 및 청색을 위한 파장 영역 각각에서 동시에 광을 방출하도록 구성된 것
이다.

또한, 양호한 모드는 혼색광이 방출되고, 이는 기판상에 평면식으로 병치된 복수의 발광 소자 그룹 각각에 의해 발생된 
청색, 적색 및 녹색의 광을 함유하는 것이다.

본 발명의 제 3 양상에 따라서, 투명 전극과, 발광 재료층과, 상부 전극층을 포함하는 제 1 양상 또는 제 2 양상에 따른 
발광체를 발광 소자로서 사용하는 발광 소자부가 제공되고, 상기 발광 소자부는 발광 소자와 상기 발광 소자에 전기적
으로 연결되어 전류를 공급하도록 사용되는 전류 공급 소자를 포함한다.

상술한 바에서, 양호한 모드는 투명 전극층과, 발광 재료와 상부 전극층을 포함하는 발광 소자에 전류가 공급되는지 아
닌지를 판정하는 기능을 가지는 전류 공급 소자에 연결된 스위칭 소자를 추가로 포함하는 것이다.

또한, 양호한 모드는 전류 공급 소자에 연결되어 전류 공급 소자에 전류를 공급하도록 사용되는 배선과, 상기 스위칭 소
자에 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공급하는 배선을 추가로 포함하는 것이다.

본 발명의 제 4 양상에 따라서, 제 3 양상에 따른 복수의 발광 소자부를 구비하는 발광 표시 장치가 제공되고, 여기서, 
전류 공급 소자로 전류를 공급하는 배선과, 스위칭 소자에 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공급하는 배선이 매트릭
스 형태로 배열된다.

상술한 구조에서, 적층된 발광체를 구성하는 투명 전극층을 위한 재료로서 물질 " In 2-x SnxO3-y " 를 사용함으로써, 
그리고, " y" 값을 0.06 내지 0.2의 범위 이내로 설정함으로써, 실용적일 수 있는 발광 지속 시간을 보증하는 것이 가능
하다. 즉, 그 발광 수명이 향상될 수 있는 발광체 및 발광 소자와 상기 발광체 및 발광 소자를 사용하는 발광 표시 장치
를 획득하는 것이 가능하다.

상술한 바와 다른 구조에서, 발광체와 발광 소자를 봉입하는 방법을 사용함으로써, 발광 지속 시간을 연장시킬 수 있고, 
봉입법을 사용하지 않는 경우에도, 상업적으로 사용될 수 있는 긴 발광 지속 시간을 제공할 수 있는 유기 EL 장치와, 
상기 유기 EL 장치장치는 표시 장치를 획득할 수 있다.

상술한 바 및 본 발명의 다른 목적들 장점들 및 특성들은 첨부된 도면을 참조로하는 하기의 상세한 설명을 통해 보다 명
백해질 것이다.

    발명의 구성 및 작용

(바람직한 실시예의 상세한 설명)

본 발명을 수행하는 가장 양호한 모드들이 첨부 도면을 참조로 다양한 실시예를 통해 보다 상세히 설명된다.

제 1 실시예

    
도 1 내지 도 4h를 참조로 발광체의 층 구조를 설명한다. 도 1 내지 도 1h는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 발광체의 
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다양한 형태를 부분적으로 예시하는 단면도이다. 도 2a 내지 도 2h도 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태를 부분
적으로 예시하는 단면도이다. 도 3a 내지 도 3h는 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태를 부분적으로 예시하는 단
면도이다. 도 4a 내지 도 4h는 제 1 실시예에 따른 발광체의 다양한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도이
다. 각 도면에 도시된 층들의 각 크기 및 각 도면들에 도시된 음영 패턴은 단지 층의 위치적 관계를 제공하기 위한 것이
며, 이들은 단지 참조를 위해 제공된 것이다. 부가적으로, 어떠한 층 구조도 갖지 않는 전극의 경우에도, 소정의 경우에 
층을 형성하는 중첩된 부분들을 가지기 때문에, 이런 전극은 전극에 단어 " 층" 을 추가함으로써 표현된다. 도 1a 내지 
도 4h에 도시된 발광체는 기판(11)상에서 상향 방향을 향해 광을 방출하고 표시 장치가 기판(11)상에 적층된 층들의 
상부면의 방향으로부터 그 아래 측면을 향한 방향으로 보여질 수 있는 막 표면 발광체의 형태이다.
    

도 1a에 도시된 발광체는 하부 전극층(22)이 기판(11)상에 형성되고, 발광층은 정공 주입층으로서도 기능하며, 하부 
전극층(22)상에 전자 주입층이 형성되고, 그후, 투명 전극층(21)이 발광층(31)상에 형성되도록 구성되어 있다. 발광
층(31)은 상술한 발광 재료층에 대응한다. 투명 전극층(21)을 위한 재료로서, 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)
가 사용되며, 이는 주성분으로서 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

    
도 1b에서, 애노드 버퍼층(41)이 발광층(31)과 투명 전극층(21) 사이에 부가적으로 형성된다. 또한, 도 1c에서, 도 
1a에 도시된 적층된 층들상에 부가적으로 보호층(42)이 형성된다. 또한, 도 1d에서, 도 1b에 도시된 적층된 층들상에 
부가적으로 보호층(42)이 형성된다. 도 1e, 1f, 1g 및 1h에서, 흡습성 향상층(43)이 도 1a, 1b, 1c 및 1d에 각각 도시
된 투명 전극층(21)의 상부면 상에 형성된다. 따라서, 도 1g 및 도 1h에서, 흡습성 향상층(43)은 투명 전극층(21)과 
보호층(42) 사이에 개재된다.
    

도 2a에서, 기판(11)상에는 순차적으로, 하부 전극층(22), 전자 전달층으로서도 기능하는 발광층(32), 정공 주입층(
33) 및 투명 전극층(21)이 형성되어 있다. 이 경우에, 발광층(32)과 정공 주입층(33)은 상술한 발광 재료층에 대응한
다. 다른 구조들은 도 1a에 도시된 경우와 동일하다.

도 2b에서, 애노드 버퍼층(41)이 도 2a에 도시된 발광층(32)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 2d에서, 도 2v
에 도시된 적층된 층들상에 보호층(42)이 형성된다. 도 2e에서, 도 1a에 도시된 투명 전극층(21)상에 흡습성 향상층
(43)이 형성된다. 유사하게, 도 2f, 2g 및 2h에서, 각각 도 2b, 2c 및 2d에 각각 도시된 투명 전극층(21)상에 흡습성 
향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 2g 및 도 2h에서, 흡습성 향상층은 보호층(42)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된
다.

도 3a에서, 기판(11)상에는 하부 전극층(22)과, 전자 전달층(35)과, 정공 주입층으로서도 기능하는 발광층(34)과, 
투명 전극층(21)이 순차적으로 형성된다. 이 경우에, 전자 전달층(35)과 발광층(34)은 상술한 발광 재료층에 대응한
다. 다른 구조들은 도 1a에 도시된 경우와 동일하다.

    
도 3b에서, 애노드 버퍼층(41)이 발광층(34)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 3c에서, 보호층(42)이 도 3a에 
도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 3d에서, 보호층(42)이 도 3b에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 3e에서, 
흡습성 향상층(43)이 도 3a에 도시된 투명 전극층(21)상에 형성된다. 유사하게, 도 3f, 3g 및 3h에서, 도 3b, 3c 및 
3d에 각각 도시된 투명 전극층(21)상에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 3g 및 3h에서, 흡습성 향상층(43)
이 보호층(42)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된다.
    

도 4a에서, 기판(11)상에는 순차적으로, 하부 전극층(22)과, 전자 전달층(35)과, 다기능성이 아닌 단층인 발광층(36)
과, 정공 주입층(33)과 투명 전극층(21)이 형성된다. 이 경우에, 전자 전달층(35)과 정공 주입층(33) 및 발광층(36)
은 상술한 발광 재료층에 대응한다. 다른 구조들은 도 1a에 도시된 경우에서와 동일하다.
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도 4b에서, 애노드 버퍼층(41)이 발광층(36)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 4c에서, 보호층(42)이 도 4a에 
도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 4d에서, 보호층(42)이 도 4b에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 4e에서, 
흡습성 향상층(43)이 도 4a에 도시된 투명 전극층(21)상에 형성된다. 유사하게, 도 4f, 4g 및 4h에서, 흡습성 향상층
(43)이 도 4b, 4c 및 4d에 각각 도시된 투명 전극층(21)상에 형성된다. 따라서, 도 4g 및 4h에서, 흡습성 향상층(43)
이 투명 전극층(21)과 보호층(42) 사이에 개재된다.
    

제 2 실시예

    
제 2 실시예의 발광체의 층구조를 도 5a 내지 8h를 참조로 설명한다. 도 5a 내지 5h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 
다양한 형태의 층 구조들을 부분적으로 예시하는 단면도이다. 도 6a 내지 도 6h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다양
한 형태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도이다. 도 7a 내지 도 7h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다양한 형
태의 층구조들을 부분적으로 예시하는 단면도이다. 도 8a 내지 8h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 다양한 형태의 층구
조들을 부분적으로 예시하는 단면도이다. 도 5a 내지 도 5h 내지 도 8a 내지 도 8h에 도시된 발광체는 광이 기판(11)
상의 하향 방향을 향해 방출되고 표시가 예로서 글래스로 제조된 기판(11)상에 적층된 층들의 하부 측면의 방향으로부
터 보여질 수 있는 기판 표면 발광체의 형태로 이루어져 있다.
    

도 5a에서, 발광체는 투명 전극층(31)이 기판(11)과 정공 주입층으로서도 기능하는 발광층(31)상에 형성되고, 전자 
주입층이 투명 기판(21)상에 형성되며, 상부 전극층(23)이 발광층(31)상에 형성되도록 구성되어 있다. 이 경우에, 정
공주입층으로서도 기능하는 발광층(31)과 전자 전달층은 상술한 발광 재료층에 대응한다. 투명 전극(21)의 구조는 도 
1a 내지 도 1h에 도시된 것과 동일하며, 따라서, 그 설명은 생략한다.

    
도 5b에서, 애노드 버퍼층(41)이 투명 전극층(21)과 발광층(31) 사이에 형성된다. 도 5c에서, 보호층(42)이 도 5a에 
도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 5d에서, 도 5b에 도시된 적층된 층들상에 보호층(42)이 형성된다. 도 5e에서, 
도 5a에 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 유사하게, 도 5f, 5g 및 도 5h에서, 도 5b, 
5c 및 5d에 각각 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 5e 내지 도 5h에서, 흡습
성 향상층(43)이 기판(11)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된다.
    

도 6a에서, 기판(11)상에는 순차적으로 투명 전극층(21)과, 정공 주입층(33)과, 전자 전달층으로서도 기능하는 발광
층(32)과, 상부 전극층(23)이 형성된다. 이 경우에, 전자 전달층으로서도 기능하는 발광층(32)은 상술한 발광 재료층
에 대응한다. 투명 전극층(21)의 구조는 도 1a 내지 도 1h에 도시된 것과 동일하며, 따라서, 그 설명은 생략한다.

    
도 6b에서, 애노드 버퍼층(41)이 정공 주입층(33)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 6c에서, 보호층(42)이 도 
6a에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 6d에서, 보호층(42)이 도 6b에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 6e에
서, 도 5a에 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 유사하게, 도 6f, 6g 및 6h에서, 도 6b, 
6c 및 6d에 각각 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 6e 내지 도 6h에서, 흡습
성 향상층(43)이 기판(11)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된다.
    

도 7a에서, 기판(11)상에는 투명 전극층(21)과, 정공 주입층으로서도 기능하는 발광층(34)과, 상부 전극층(23)이 형
성된다. 이 경우에, 정공 주입층으로서도 기능하는 발광층(32)은 상술한 발광 재료층에 대응한다. 투명 전극층(21)의 
구조는 도 1a 내지 도 1h에 도시된 것과 동일하며, 따라서, 그 설명은 생략한다.

    
도 7b에서, 애노드 버퍼층(41)이 발광층(34)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 7c에서, 보호층(42)이 도 7a에 
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도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 7d에서, 보호층(42)이 도 7b에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 7e에서, 
도 7a에 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 유사하게, 도 7f, 7g 및 7h에서, 도 7b, 7c 
및 7d에 각각 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 7e 내지 도 7h에서, 흡습성 
향상층(43)이 기판(11)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된다.
    

도 8a에서, 기판(11)상에는 투명 전극층(21)과, 정공 주입층(33)과, 단일 발광층(36)과 전자 전달층(35) 및 상부 전
극층(23)이 순차적으로 형성된다. 이 경우에, 발광층(36)은 발광 재료층에 대응한다. 투명 전극층(21)의 구조는 도 
1a 내지 도 1h에 도시된 바와 동일하며, 따라서, 그 설명은 생략한다.

    
도 8b에서, 애노드 버퍼층(41)이 정공 주입층(33)과 투명 전극층(21) 사이에 형성된다. 도 8c에서, 보호층(42)이 도 
8a에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 8d에서, 보호층(42)이 도 8b에 도시된 적층된 층들상에 형성된다. 도 8e에
서, 도 8a에 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 유사하게, 도 8f, 8g 및 8h에서, 도 8b, 
8c 및 8d에 각각 도시된 투명 전극층(21) 아래에 흡습성 향상층(43)이 형성된다. 따라서, 도 8e 내지 도 8h에서, 흡습
성 향상층(43)이 기판(11)과 투명 전극층(21) 사이에 개재된다.
    

제 3 실시예

    
본 발명의 제 3 실시예의 발광체의 구조를 도 9a 내지 14c를 참조로 설명한다. 도 9a 및 도 9c는 발광체의 구조를 예시
하는 단면도이고, 도 9b는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 10a 및 도 10c는 발광체의 구조를 예시하는 
단면도이고, 도 10b는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 11a 및 도 11c는 발광체의 구조를 예시하는 단면
도이고, 도 11b는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 12a 및 도 12c는 발광체의 구조를 예시하는 단면도이
고, 도 12b는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 13a 및 도 13c는 발광체의 구조를 예시하는 단면도이고, 도 
13b는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 14a 및 도 14c는 발광체의 구조를 예시하는 단면도이고, 도 14b
는 제 3 실시예에 따른 발광체의 평면도이다. 상기 도면들 각각에 도시된 각 층의 사이즈와 도면들 각각에 예시된 각 패
턴은 상기 층의 위치적 관계만을 제공하는 것이며, 단지 참조를 위해 제공된 것이다. 도 9a 내지 도 14c에서, 도 1 내지 
도 8h의 것들과 동일한 제료로 제조되거나 동일 한 기능 또는 구조를 가지는 구성성분들에는 동일한 참조 부호가 할당
되어 있다. 도 9a 내지 도 14c의 구성성분이 도 1a 내지 도 8h와 동일한 기능 및 동일한 재료로 제조되지만, 도 1a 내
지 도8h의 것과 상이한 형상을 가지는 경우에, 도 9a 내지 도 14c의 구성성분들 각각에 할당된 동일 참조 부호에 첨자 " 
a" 내지 " f" 가 추가된다. 또한, 도 9b, 10b, 11b, 12b, 13b 및 14b에 도시된 평면도에서 각 층들의 단부 부분을 표현
하기 위해 제 1 첨자를 가진 상술한 참조 부호에 제 2 첨자 " e" 가 추가로 할당된다.
    

부가적으로, 후술될 바와 같이, 복수의 발광체들이 기판상에 형성된다. 상기 기판은 복수의 발광체들 및 다른 막들이나 
소자들이 그 위에 형성되는 기부체이다. 상술한 바와 같이, 어떠한 층 구조도 갖지 않은 전극의 경우에도, 소정의 경우
에는 층을 형성하는 중첩된 부분들을 가지기 때문에, 이런 전극은 상기 전극에 단어 " 층" 을 추가함으로써 표현된다.

도 9a 내지 도 14c에 도시된 발광체들(10a 내지 10f)은 광이 기판(11)상의 상부 방향을 향해 방출되며, 표시가 기판
(11)상에 적층된 층들의 상부측으로부터 그 하부측으로 보여질 수 있는 막표면 발광체의 형태로 이루어져있다.

먼저, 발광체(10a)의 구조를 도 9a 내지 도 9c를 참조로 설명한다.

    
도 9a 및 도 9b에 도시된 바와 같이, 하부 전극층(22a)이 패터닝법에 의해 기판(11)상에 형성된다. 하부 전극층(22a)
상에는 패터닝법에 의해 발광 재료층(30a)이 형성된다. 상기 발광 재료층(30a)은 전류의 적용에 의해 광을 방출하는 
재료층을 포함하고, 또한, 전자 전달층이나 정공 주입층 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 발광 재료층(30a)을 위한 패
턴은 하부 전극층(22a)을 위한 것 보다 크기가 크며, 하부전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역을 덮는다. 즉, 발광 재
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료층(30a)의 단부 부분(30ae)은 그 모든 영역에서 도 9b에 도시된 바와 같이 하부 전극층(22a)의 단부 부분(22ae)
의 외측에 배치된다.
    

발광 재료층(30a)상에는 패터닝법에 의해 투명 전극층(21a)이 형성된다. 도 9a에서, 투명 전극층(21a)의 패턴화된 
구조는 도시되어 있지 않지만, 이는 그 패턴이 도 9a에 도시된 범위에 도시될 수 없을 정도로 너무 크다는 것을 의미한
다.

도 1a 내지 도 1h에서 설명된 바와 같이, 투명 전극층(21a)을 위한 재료로서는, 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.
2)" 가 사용되며, 이는 주성분으로서, 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 물질 In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 하부 전극층(22a)과 발광 
재료층(30a)의 모든 영역상에 형성된다. 따라서, 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 발광층(30a)의 부근에 존
재하는 극미량의 습기를 흡수하며, 따라서, 발광재료를 습기가 없는 상태로 유지한다.

    
본 실시예에서, 하부 전극층(22a)의 모든 영역들은 발광 재료층(30a)을 위한 패턴으로 덮혀지지만, 하부 전극층(22)
이 발광 재료층으로 부분적으로 덮혀지지 않는 경우에도, 상술한 실시예에서 얻어진 동일한 효과가 달성될 수 있다. 부
가적으로, 본 실시예에서, 발광 재료층(30a)을 위한 모든 패턴은 전극층(21a)을 위한 패턴에 의해 덮혀지지만, 발광 
재료층(30a)의 패턴이 투명 전극층을 위한 패턴에 의해 부분적으로 덮혀지지 않는 경우에도 위에서 얻어진 동일한 효
과들이 달성될 수 있다.
    

부가적으로, 도 9c에 도시된 바와 같이, 흡습성 향상층(43a)이 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 로 제조된 투
명 전극층(21a)상에 형성될 수 있다. 흡습성 향상층(43)은 투명 전극층(21a)에 의해 흡수된 습기를 받아들이며, 이는 
발광재료를 습기가 없는 상태로 확실히 유지할 수 있게 한다. 부가적으로, 하부 전극층(22a) 또는 발광 재료층(30a)을 
대기중의 습기 및/또는 산소로부터 완전히 유지하기 위해서, 도 1c, 도 1d, 도 1g 및 도 1h에 도시된 경우와 같이, 보호
층(미도시)이 상기 투명 전극층(21a)이나 흡습성 향상층(43a)상에 형성될 수 있다.

다음에, 본 발명의 다른 발광체(10b)의 구조를 도 10a 내지 도 10c를 참조로 설명한다. 먼저, 도 10a에 도시된 바와 
같이, 하부 전극층(22a)이 도 9a에 도시된 경우와 같이 패터닝법에 의해 기판(11) 상에 형성된다. 발광 재료층(30b)
을 위한 패턴은 하부 전극층(22a)을 위한 것 보다 크기가 크며, 하부 전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역을 덮는다. 
그러나, 도 9b에 도시된 경우와는 달리, 발광 재료층(30b)을 위한 패턴은 크고, 그 단부 부분은 도 10a에 도시된 크기 
범위내에 배치되지 않는다. 부가적으로, 발광층(30b)상에는 패터닝법에 의해 투명 전극층(21b)이 형성된다. 또한, 도 
9에 도시된 경우와는 달리, 투명 전극층(21b)은 발광 재료층(30b)을 위한 것 보다 크기가 더 작지만, 이는 하부 전극
층(22a)을 위한 것 보다 크기가 더 크며, 하부 전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역들을 덮는다. 즉, 하부 전극층(2
2a)의 단부 부분(22ae)은 투명 전극층(21a)의 단부 부분(21be)내에 배치된다. 상술한 바왁 kx이, 투명 전극층(21b)
을 위한 재료로서는 물질 " In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 가 사용되며, 이는 주성분으로서 주석과 인듐의 산화물
의 혼합물을 함유하고 있다.

그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 물질 In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 하부 전극층(22a)과 발광 
재료층(30b)을 위한 패턴들의 모든 영역상에 형성된다. 여기서, 발광 소자부는 발광 재료층(30b)의 일부이며, 이는 하
부 전극층(22a)과 투명 전극층(21b) 사이에 샌드위치식으로 개재되어 있으며, 하부 전극층(22a)과 투명 전극층(21b) 
사이의 전압의 적용에 의해 광이 방출된다. 이 경우에, 이는 발광 재료층(30b) 외측의 하부 전극층(22a)과 접촉하는 
부분과 거의 정합한다. 상기 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 발광층(30b)내의 발광 소자부의 근방에 존재하
는 극미량의 습기까지도 흡수하며, 이는 발광 재료를 습기가 없는 상태로 유지할 수 있다.

    
위와 같은 발광체(10b)를 구성함으로써, 발광 재료층(30b)을 위한 패턴이 하부 전극층(22a)의 모든 패턴들 덮도록, 
그리고, 동시에, 발광 재료층(30b)을 위한 패턴이 투명 전극층(21b)의 패턴에 의해 덮혀지도록 정밀하게 패터닝할 필
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요가 없으며, 이는 도 9a 내지 도 9c에 도시된 경우에 비해 발광체(10b)를 제조하는 것을 보다 용이하게 하며, 이는 그 
제조 비용을 저감시킨다. 그러나, 투명 전극층(21b)의 패턴에 의해 덮혀지지 않은 발광 재료층(30b)을 위한 패턴의 일
부에서는 습기가 투명 전극층(21b)에 의해 흡수될 수 없다. 비록, 이 부분이 발광 소자부로부터 원거리에 위치되어 있
고, 발광에 직접적으로 사용되지 않지만, 상기 부분의 부식으로 인해 발광 재료층(30b)의 박리가 발생하며, 일부 경우
에, 발광체(10b)의 발광 특성이 부정적인 영향을 받게 된다. 따라서, 습기 및/또는 산소에 대한 내성이 있는 발광층을 
위한 재료가 사용되는 것이 적합하다.
    

    
본 실시예에서, 하부 전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광 재료층(30b)을 위한 패턴에 의해 덮혀지지만, 그러
나, 하부 전극층(22a)을 위한 패턴이 발광 재료층(30b)을 위한 패턴에 의해 부분적으로 덮혀지지 않는 경우에도, 위에
서 얻어진 바와 동일한 효과가 달성될 수 있다. 부가적으로, 본 실시예에서, 투명 전극층(21b)을 위한 패턴의 모든 영
역이 발광 재료층(30b)상에 형성되지만, 그러나, 투명 전극층(21b)을 위한 패턴의 일부가 발광 재료층(30b)을 위한 
패턴상에 형성되지 않는 경우에도, 위에서 얻어진 바와 동일한 효과가 달성될 수 있다.
    

도 10c에 도시된 바와 같이, 상기 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 로 제조된 투명 전극층(21b)상에 흡습성 
향상층(43b)이 형성될 수 있다. 여기서, 흡습성 향상층(43b)은 발광 재료층(30b)을 추가로 습기가 없는 상태로 유지
하기 위해서, 투명 전극층(21b)에 의해 흡수된 습기를 받아들이도록 기능한다.

부가적으로, 하부 전극층(22a) 또는 발광 재료층(30b)이 대기중의 습기 및/또는 산소로부터 영향을 받지 않는 상태로 
완전하게 유지하기 위해서, 도 1a 내지 도 4h에 도시된 바와 같이, 보호층(미도시)이 투명 전극층(21b) 또는 흡습성 
향상층(43b)상에 형성될 수 있다.

다음에, 다른 발광체(10c)의 구조를 도 11a 내지 도 11c를 참조로 설명한다. 도 11a에 됫된 바와 같이, 하부 전극층(
22a)이 도 9a 내지 도 9c에 도시된 경우에서와 같이 기판(11)상에 형성된다. 발광 재료층(30c)이 패터닝법에 의해 하
부 전극층(22a)상에 형성된다. 도 9a 내지 도 9c 및 도 10a 내지 도 10c에 도시된 경우와는 달리, 발광 재료층(30c)
을 위한 패턴은 하부 전극층(22a)을 위한 패턴의 영역내에 배치된다. 도 11b에 도시된 바와 같이, 발광 재료층(30c)
의 단부 부분(30ce)은 절연층(44c)의 단부 부분(44ce)과 접촉하고, 절연층(44c)의 패턴은 하부 전극층(22a)의 하
부면 및 상기 기판(11)의 상부면을 덮는다. 발광 재료층(30c)을 위한 패턴상에는 도 10a에 도시된 바와 동일한 형상
을 갖도록 투명 전극층(21b)의 패턴이 형성된다. 위의 경우에서와 같이, 투명 전극층(21b)을 위한 재료로서는 역시 물
질 " In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 가 사용되며, 이는 주 구성요소로서, 인듐의 산화물과 주석의 혼합물을 함유한
다.

본 실시예에서, 그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 상기 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 하부 
전극층(22a)을 위한 패턴과, 발광체층(30c)을 위한 패턴 모두상에 형성된다. 따라서, 상기 물질 In 2-x SnxO3-y (0.
05≤y≤0.2)는 발광 재료층(30c)의 부근에 존재하는 극미량의 습기까지도 흡수할 수 있고, 따라서, 발광재료를 습기
가 없는 상태로 유지한다.

상기 발광체(10c)는 하부 전극층(22a)과 발광 재료층(30c)이 절연층(44c)내에 부분적으로 매립되고, 따라서, 발광체
의 상부면이 비교적 평탄하게 유지되는 방식으로 구성된다. 그러나, 절연층(44c)을 형성하기 위한 새로운 프로세스가 
추가되었기 때문에, 이에 따라 그 제조 비용이 상승한다.

    
본 실시예에서, 발광 재료층(30c)을 위한 패턴의 모든 영역이 하부 전극층(22a)을 위한 패턴 상에 배치되지만, 그러나, 
발광 재료층(30c)을 위한 패턴의 일부가 하부 전극층(22a)상에 형성되지 않더라도, 위에서 얻어진 바와 동일한 효과
가 달성될 수 있다. 부가적으로, 또한, 본 실시예에서, 발광 재료층(30c)을 위한 패턴의 모든 영역이 투명 전극층(21b)
으로 덮혀져있지만, 그러나, 발광 재료층(30c)을 위한 패턴이 투명 전극층(21b)에 의해 부분적으로 덮혀지지 않는 경
우에도, 마찬가지로, 상술한 바와 동일한 효과를 달성할 수 있다.
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도 11c에 도시된 바와 같이, 흡습성 향상층(43c)은 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)로 제조된 투명 전극층(21b)상에 
형성될 수 있다. 여기서, 흡습성 향상층(43c)은 발광 재료층(30c)을 부가적으로 습기가 없는 상태로 유지하기 위해 투
명 전극층(21b)에 의해 흡수된 습기를 받아들이도록 기능한다.

부가적으로, 하부 전극층(22a) 또는 발광 재료층(30c)을 대기중의 습기 및/또는 산소로부터 영향을 받지 않는 상태로 
완전히 유지하기 위하여, 도 1a 내지 도 4h에 도시된 경우와 같이, 보호층(미도시)이 투명 전극층(21b) 또는 흡습성 
향상층(43b)상에 형성될 수 있다.

    
다음에, 도 다른 발광체(10d)의 구조를 도 12a 내지 도 12c를 참조로 설명한다. 발광체(10d)는 도 11a 내지 도 11c
에 도시된 발광체(10c)의 변형이다. 도 12a, 12b 및 12c는 각각 도 11a, 11b 및 11c에 각각 대응한다. 상기 발광체(
10d)는 도 12b에 도시된 바와 같이 발광 재료층(30c)의 단부 부분(30ce)내에 절연층(44d)의 단부 부분(44de)이 배
치되는 점이 상술한 발광체(10c)와 다르다. 따라서, 절연층(44d)을 위한 패턴과 발광 재료층(30c)을 위한 패턴이 서
로 중첩되는 부분을 제공함으로써, 제조 에러로 인하여 하부 전극층(22a)과 투명 전극층(21d) 사이에 누설 전류가 발
생하는 것을 방지하는 것이 가능하다. 그러나, 절연층(44d)을 위한 패턴과 발광 재료층(30c)을 위한 패턴이 서로 중첩
된 부분이 존재하기 때문에, 발광체(10d)의 상부면의 평탄도는 도 11a 내지 도 11c에 도시된 경우에 비해 감소된다.
    

다음에, 또 다른 발광체(10e)의 구조를 도 13a 내지 도 13c를 참조로 설명한다. 상기 발광체(10e)는 도 10a 내지 도 
10c에 도시된 발광체(10b)의 변형이다. 도 13a, 13b 및 13c는 각각 도 10a, 10b 및 10c에 대응한다. 상기 발광체(1
0e)는 발광 재료층(30b)이 노출되는 부분상에 절연층(44e)이 형성되는 점이 상술한 발광체(10b)와 다르다.

즉, 도 10a 내지 도 10c에 도시된 경우와 같이, 발광 재료층(30b)을 위한 패턴은 하부 전극층(22a)의 모든 영역을 덮
도록 기판(11)상에 성장된 하부 전극층(22a)상에 형성된다. 발광 재료층(30b)을 위한 패턴상에는 하부 전극층(22a)
의 모든 표면을 덮도록 투명 전극층(21b)을 위한 패턴이 형성된다.

그러나, 발광체(10e)에서, 투명 전극층(21b)의 단부 부분(21be)은 발광체(30b)를 위한 패턴상의 절연층(44e)의 단
부 부분(44ee)과 접촉하도록 배치된다. 결과적으로, 도 13a 내지 도 13c에 도시되지는 않았지만, 절연층(44e)은 발광 
재료층(30b)의 상부면상의 투명 전극층(21b)을 위한 패턴에 의해 덮혀지지 않은 모든 노출 영역들을 덮는다. 상술한 
실시예들에서와 같이, 투명 전극층(21b)을 위한 재료로서는 역시 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 사용되며, 이는 
주성분으로서 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

본 실시예에서, 그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 상기 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 하부 
전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역들과 발광 재료층(30b)을 위한 패턴 외측의 절연층(44e)의 패턴에 의해 덮혀지
지 않은 모든 영역들상에 형성된다. 따라서, 상기 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)는 발광층(30b)의 근방에 존
재하는 극미량의 습기가지도 흡수하며, 따라서, 발광 재료를 습기가 없는 상태로 유지한다.

    
또한, 본 실시예에서, 하부 전극층(22a)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광층(30b)을 위한 패턴에 의해 덮혀지지만, 그
러나, 하부 전극층(22a)의 패턴이 발광 재료층(30b)을 위한 패턴에 의해 부분적으로 덮혀지지 않는 경우에도 상술한 
바와 동일한 효과를 달성할 수 있다. 부가적으로, 투명 전극층(21b)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광 재료층(30b)을 
위한 패턴상에 형성되지만, 투명 전극층(21b)을 위한 패턴이 발광 재료층(30b) 상에 부분적으로 형성되지 않는 경우
에도 상술한 바와 동일한 효과를 달성할 수 있다.
    

도 13c에 도시된 바와 같이 흡습성 향상층(hygroscopicity enhanceing layer: 43e)은 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.0
5≤y≤0.2)" 로 제조된 투명 전극층(21b)상에 형성될 수 있다. 여기서, 흡습성 향상층(43c)은 투명 전극층(21b)에 
의해 흡수된 습기를 받아들이도록 기능하고, 발광 재료를 부가적으로 습기가 없는 상태로 유지한다.
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부가적으로, 하부 전극층(22a) 또는 발광 재료층(30b)을 대기중의 습기 및/또는 산소로부터 영향을 받지 않는 상태로 
완전히 유지하기 위해서, 도 1a 내지 도 4h에 도시된 경우에서와 같이 흡습성 향상층(43c) 또는 투명 전극층(21b)상
에 보호층(미도시)이 형성될 수 있다.

    
다음에, 또 다른 발광체(10f)의 구조를 도 14a 내지 도 14c를 참조로 설명한다. 상기 발광체(10f)는 도 13a 내지 도 
13c에 도시된 발광체(10d)의 변형이다. 도 14a, 14b 및 14c는 각각 도 13a, 13b 및 13c에 대응한다. 도 14a 내지 도 
14c에 도시된 발광체는 투명 전극층(21b)을 위한 패턴의 단부 부분상에 절연층(44f)을 위한 패턴의 단부 부분(44fe)
이 배치되도록 절연층(44f)과 투명 전극층(21b)이 중첩되는 점이 상기 발광체(10d)와 상이하다. 절연층(44f)을 위한 
패턴과 투명 전극층(21b)을 위한 패턴이 서로 중첩되는 부분을 제공함으로써, 절연층(44f)의 단부 부분(44fe)과 투명 
전극층(21b)의 단부 부분(21be) 사이에 제조 에러로 인해 발생되는 간극을 방지하고, 발광층(30b)내의 부식의 발생 
가능성을 저하시키는 것이 가능하다. 그러나, 발광층(30b)과 절연층(44f)을 위한 패턴들이 서로 중첩된 부분의 존재
로 인해, 발광체(10f)의 상부면상의 평탄도가 감소된다.
    

두말할 나위 없이, 도 1a 내지 도 4h에 설명된 층들의 구조는 도 9a 내지 도 14c에 설명된 발광체들(10a 내지 10f)의 
구조들에 적용될 수 있다.

제 4 실시예

    
기판 상에 평면 형태로 병치된 본 발명의 발광체들로서 기능하는 발광 소자들의 그룹의 구조를 도 15a 내지 도 17b를 
참조하여 설명한다. 도 15a는 제 4 실시예에 따른 발광 소자들(10g)의 그룹의 단면도이고, 도 15b는 제 4 실시예에 따
른 발광 소자들(10g)의 그룹을 개략적으로 예시하는 평면도이다. 도 16a는 제 4 실시예에 따른 다른 발광 소자들(10
h)의 그룹의 단면도이고, 도 16b는 제 4 실시예에 따른 발광 소자들(10h)의 그룹을 개략적으로 예시하는 평면도이다. 
도 17a는 제 4 실시예에 따른 다른 발광 소자들(10i)의 그룹의 단면도이고, 도 17b는 제 4 실시예에 따른 발광 소자들
(10i)의 그룹을 개략적으로 예시하는 평면도이다. 상기 도면들 각각에 도시된 각 층의 사이즈와 도면들 각각에 예시된 
각 발광체의 각 층의 각 위치는 상기 층의 위치적 관계만을 제공하는 것이며, 단지 참조를 위해 제공된 것이다. 도 15a 
내지 도 17b에서, 도 1a 내지 도 4h의 것들과 동일한 재료로 제조되거나 동일한 기능 또는 구조를 가지는 구성성분들
에는 동일한 참조 부호가 할당되어 있다. 도 15a 내지 도 17b의 구성성분이 도 1a 내지 도 4h와 동일한 기능 및 동일한 
재료로 제조되지만, 도 1a 내지 도 4h의 것과 상이한 형상을 가지는 경우에, 도 15a 내지 도 17b의 구성성분들 각각에 
할당된 동일 참조 부호에 첨자 " g" 내지 " i" 가 추가된다. 또한, 도 15b 내지 도 17b에 도시된 평면도에서 각 층들의 
단부 부분을 표현하기 위해 제 1 첨자를 가진 상술한 참조 부호에 제 2 첨자 " e" 가 추가로 할당된다.
    

부가적으로, 상술한 바와 같이, 복수의 발광체들이 기판상에 형성된다. 상기 기판은 복수의 발광체들 및 다른 막들이나 
소자들이 그 위에 형성되는 기부체이다. 상술한 실시예들에서와 같이, 어떠한 층 구조도 갖지 않은 전극의 경우에도, 소
정의 경우에는 층을 형성하는 중첩된 부분들을 가지기 때문에, 이런 전극은 상기 전극에 단어 " 층" 을 추가함으로써 표
현된다.

도 15a 내지 도 17b에 도시된 각 발광체들(10g 내지 10i)은, 도 9a 내지 도 14c에 도시된 발광체들(10a 내지 10f)의 
경우에서와 같이, 광이 기판(11)상의 상부 방향을 향해 방출되며, 표시가 기판(11)상에 적층된 층들의 상부측으로부
터 그 하부측으로 보여질 수 있는 막표면 발광체의 형태로 이루어져있다.

    
먼저, 발광 소자들의 하나의 그룹을 도 15a 및 도 15b를 참조로 설명한다. 도 15a 및 도 15b에 도시된 바와 같이, 각 
발광체들(10g)에서, 하부 전극층(22g)을 위한 패턴이 패터닝법에 의해 기판(11)상에 형성되며, 발광 재료층(30g)을 
위한 패턴이 하부 전극층(22g)을 위한 패턴의 모든 영역을 덮는 방식으로, 발광 재료층(30g)을 위한 패턴이 또한 패터
닝법에 의해 하부 전극층(22g) 상에 형성된다. 또한, 투명 전극층(21g)을 위한 패턴이 발광 재료층(30g)을 위한 패턴
의 모든 영역을 덮는 방식으로 투명 전극층(21g)을 위한 패턴이 발광 재료층(30g)을 위한 패턴 상에 형성된다. 이런 
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3층 구조의 발광체들(10g)은, 도 15a 및 도 15b에 도시한 바와 같이, 기판(11) 상에 수직 및 수평 방향으로 독립적으
로 배치된다.
    

다른 발광체들(10h)의 그룹은 도 16a 및 도 16b를 참조로 설명한다. 도 16a 및 도 16b에 도시된 다른 발광체들(10h)
의 그룹은 도 15a 및 도 15b에 도시된 발광체들(10g)의 그룹의 변형이다. 도 16a 및 도 16b는 각각 도 15a 및 도 15
b에 대응한다.

도 16a 및 도 16b에 도시된 발광체들의 그룹은, 도 15a의 발광체(10g)의 최상부 부분을 덮는 투명 전극층(21g)의 패
턴 대신에, 투명 전극층(21h)을 위한 패턴이 발광체들(10h)의 그룹의 모든 영역을 덮는 점이 도 15a 및 도 15b의 것
들과 다르다. 따라서, 본 실시예에서, 발광체들(10h)의 그룹의 모든 영역 상의 기판(11) 상에 노출되는 어떠한 부분도 
존재하지 않는다.

    
상기 발광체(10h)는, 발광 재료층(30g)을 위한 패턴이 하부 전극층(22g)을 위한 패턴을 덮는 방식으로 기판(11) 상
에 수직 및 수평 방향으로 배치되는, 발광 재료층(30g)을 위한 패턴이 하부 전극층(22g)을 위한 패턴 상에 형성되어 
있는 부분이다. 따라서, 발광체(10h)에 있어서, 하부 전극층(22g), 발광 재료층(30g) 및 투명 전극층(21h)은 하부 
전극층(22g)을 위한 패턴 내에 3층 구조를 형성하도록 적층된다. 상술한 바와 같이, 하부 전극층들(22g)과 발광 재료
층들(30g)을 위한 복수의 패턴들은 하나의 투명 전극층(21h)을 위한 패턴에 의해 덮여진다.
    

도 16a에 도시한 실시예에서, 모든 발광체들(10h)이 하나의 투명 전극층(21h)을 위한 패턴에 의해 덮여지지만, 하나
의 투명 전극층(21h)을 위한 패턴이 반드시 모든 발광체들(10h)을 덮어야 하는 것은 아니다. 단지 요구되는 것은 두 
개 이상의 발광체들이 하나의 투명 전극층(21h)을 위한 패턴에 의해 덮여지는 것이다. 상기 실시예들에서와 마찬가지
로, In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 투명 전극층(21h)을 위한 재료로서 사용되며, 이는 주 구성요소로서, 주석과 
인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

다음, 다른 발광 소자들(10i)의 하나의 그룹을 도 17a 및 도 17b를 참조로 설명한다. 도 17a 및 도 17b에 도시한 다른 
발광체들(10i)의 그룹은 도 16a 및 도 16b에 도시한 발광체들(10h)의 그룹의 변형이다. 도 17a 및 도 17b는 각각 도 
16a 및 도 16b에 대응한다.

    
도 17a 및 도 17b에 도시한 발광체들(10i)의 그룹은, 3개의 층들 중 하나인 투명 전극층(21h) 뿐만 아니라 발광 재료
층(30i)도 발광체들(10i)의 그룹의 모든 영역을 덮는 점이 도 16a 및 도 16b의 것들과 다르다. 따라서, 수직 및 수평 
방향으로 배치되어 있으며 기판(11) 상에 독립적으로 배치되는 층은 하부 전극층(22g) 뿐이며, 발광체(10i)는 하부 
전극층(22g), 발광 재료층(30i) 및 투명 전극층(21h)을 포함하는 3개의 층들로 형성된다. 상술한 바와 같이, 하부 전
극층들(22g)의 복수의 패턴들은 발광 재료층(30i)의 하나의 패턴 및 투명 전극층(21h)의 하나의 패턴에 의해 덮여진
다.
    

도 17a에 도시한 예에서, 모든 정렬된 발광체들(10i)은 투명 전극층(21h)의 하나의 패턴 및 발광 재료층(30i)의 하나
의 패턴에 의해 덮여지지만, 투명 전극층(21h)의 하나의 패턴 및 발광 재료층(30i)의 하나의 패턴이 반드시 모든 정렬
된 발광체들(10i)을 덮어야 하는 것은 아니다. 단지 요구되는 것은 두 개 이상의 발광체들(10i)이 투명 전극층(21h)의 
하나의 패턴 및 발광 재료층(30i)의 하나의 패턴에 의해 덮여지는 것이다. 상기 실시예들에서와 마찬가지로, In 2-x S
nxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 투명 전극층(21h)을 위한 재료로서 사용되며, 이는 주성분으로서, 주석과 인듐의 산화물의 
혼합물을 함유한다.

두말할 나위 없이, 제 2 실시예의 도 5a 내지 도 8h에 설명된 층들의 구조는 도 15a 내지 도 17b에 설명된 발광체들(
10g 내지 10i)의 구조들에 적용될 수 있다.
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제 5 실시예

    
도 9a 내지 도 14c에 도시된 제 3 실시예에서 설명된 구조와 상이한 본 발명의 제 5 실시예의 발광체의 구조를 도 18
a 내지 도 25c를 참조로 설명한다. 도 18a 및 도 18c는 제 5 실시예에 따른 발광체의 단면도이고, 도 18b는 제 5 실시
예에 따른 발광체의 평면도이다. 도 19a 및 도 19c는 제 5 실시예에 따른 다른 발광체의 단면도이고, 도 19b는 제 5 실
시예에 따른 다른 발광체의 평면도이다. 도 20a 및 도 20c는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이고, 도 20
b는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 평면도이다. 도 21a 및 도 21c는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면
도이고, 도 21b는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 평면도이다. 도 22a 및 도 22c는 제 5 실시예에 따른 또 다른 
발광체의 단면도이고, 도 22b는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 평면도이다. 도 23a 및 도 23c는 제 5 실시예에 
따른 또 다른 발광체의 단면도이고, 도 23b는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 평면도이다. 도 24a 및 도 24c는 
제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 단면도이고, 도 25b는 제 5 실시예에 따른 또 다른 발광체의 평면도이다. 도 18
a 내지 도 25c에 도시한 발광체들에서 표시가 보여지거나 광이 방출되는 방향은 도 9c 내지 도 14c에 도시된 발광체들
(10j)에서의 방향과 동일하다. 제 5 실시예의 발광체는 광이 기판의 하부 방향으로 방출되는 기판 표면 발광형의 형태
이다. 기판으로서는, 예를 들면 표시가 글래스 기판의 하부면으로부터 적층된 층들의 표면을 향해 보여질 수 있는 글래
스 기판이 사용된다.
    

상기 도면들 각각에 도시된 각 층의 사이즈와 도면들 각각에 예시된 각 층 및 그 패턴은 상기 층의 위치적 관계만을 제
공하는 것이며, 단지 참조를 위해 제공된 것이다.

    
도 18a 내지 도 25c에서, 도 5a 내지 도 8h의 것들과 동일한 재료로 제조되거나 동일한 기능 또는 구조를 가지는 구성
성분들에는 동일한 참조 부호가 할당되어 있다. 도 18a 내지 도 25c의 구성성분이 도 5a 내지 도 8h와 동일한 기능 및 
동일한 재료로 제조되지만, 도 5a 내지 도 8h의 것과 상이한 형상을 가지는 경우에, 도 18a 내지 도 25c의 구성성분들 
각각에 할당된 동일 참조 부호에 첨자 " j" 내지 " s" 가 추가된다. 또한, 도 18b, 도 19b, 도 20b, 도 21b, 도 22b, 도 
23b, 도 24b 및 도 25b에 도시된 평면도에서 각 층들의 단부 부분을 표현하기 위해 제 1 첨자를 가진 상술한 참조 부
호에 제 2 첨자 " e" 가 추가로 할당된다.
    

부가적으로, 상술한 바와 같이, 복수의 발광체들(10j 내지 10s)이 기판(11)상에 형성된다. 상기 기판은 복수의 발광체
들(10j 내지 10s) 및 다른 막들이나 소자들이 그 위에 형성되는 기부체이다. 상술한 실시예들에서와 같이, 어떠한 층 
구조도 갖지 않은 전극의 경우에도, 소정의 경우에는 층을 형성하는 중첩된 부분들을 가지기 때문에, 이런 전극은 상기 
전극에 단어 " 층" 을 추가함으로써 표현된다.

먼저, 본 발명의 발광체(10j)를 도 18a 내지 도 18c를 참조로 설명한다. 도 18a에 도시한 바와 같이, 기판(11) 상에는 
투명 전극층(21j)이 패터닝법에 의해 형성된다. 투명 전극층(21j) 상에는 발광 재료층(30j)이 패터닝법에 의해 형성된
다. 발광 재료층(30j)을 위한 패턴은 투명 전극층(21j)을 위한 패턴 보다 크기가 작다. 발광 재료층(30j) 상에는 상부 
전극층(23j)이 형성된다. 상부 전극층(23j)을 위한 패턴은 발광 재료층(30j)을 위한 패턴 보다 크기가 작다. 상기 실
시예들에서와 마찬가지로, In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 투명 전극층(21j)을 위한 재료로서 사용되며, 이는 주
성분으로로서, 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

본 실시예에서, 그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 물질 In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 발광 재료층
(30j) 및 상부 전극층(23j)을 위한 패턴들의 모든 영역 하부에 형성된다. 따라서, 물질 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.
2)는 발광층(30b)의 부근에 존재하는 극미량의 습기를 흡수하며, 따라서, 발광 재료를 습기가 없는 상태로 유지한다.

    
본 실시예에서, 발광 재료층(30j)을 위한 패턴의 모든 영역이 투명 전극층(21j) 상에 형성되지만, 발광 재료층(30j)을 
위한 패턴이 투명 전극층(21j) 상에 부분적으로 형성되지 않는 경우에도, 상술한 바와 동일한 효과가 달성될 수 있다. 
부가적으로, 본 실시예에서, 상부 전극층(23j)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광 재료층(30j)을 위한 패턴 상에 형성되
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지만, 상부 전극층(23j)을 위한 패턴이 발광 재료층(30j) 상에 부분적으로 형성되지 않은 경우에도, 상술한 바와 동일
한 효과가 달성될 수 있다.
    

도 18c에 도시된 바와 같이, 흡습성 향상층(43j)이 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 로 제조된 투명 전극층(
21j)상에 형성될 수 있다. 여기서, 흡습성 향상층(43j)은 투명 전극층(21j)에 의해 흡수된 습기를 받아들이며, 발광 재
료를 습기가 없는 상태로 유지할 수 있게 하는 기능을 한다.

부가적으로, 상부 전극층(23j) 또는 발광 재료층(30j)을 대기중의 습기 및/또는 산소가 없는 상태로 완전히 유지하기 
위해서, 도 5c, 도 5d, 도 5g 및 도 5h에 도시된 경우와 같이, 보호층(미도시)이 모든 3층 구조 발과에(10j)상에 형성
될 수 있다.

다음에, 본 발명의 다른 발광체(10k)를 도 19a 내지 도 19c를 참조로 설명한다. 도 19a 내지 도 19c에 도시된 발광체
(10k)는 도 18a 내지 도 18c에 도시한 것의 변형이다. 도 19a, 도 19b 및 도 19c는 각각 도 18a, 도 18b 및 도 18c
에 대응한다.

도 19a 내지 도 19c의 발광체는, 발광 재료층(30k)을 위한 패턴이, 기판 상에 성장된 투명 전극층(21k)을 위한 패턴
의 모든 영역을 덮는 방식으로 형성되는 점에서 도 18a 내지 도 18c에 도시한 것과 다르다. 따라서, 발광 재료층(30k)
을 위한 패턴은 투명 전극층(21k)을 위한 패턴 보다 크기가 크다.

발광 재료층(30k)을 위한 패턴 상에는 상부 전극층(23j)이 형성된다. 상부 전극층(23j)을 위한 패턴은 발광 재료층(
30k)을 위한 패턴 보다 크기가 작다. 상기 실시예들에서와 마찬가지로, In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 투명 전극
층(21k)을 위한 재료로서 사용되며, 이는 주성분으로로서, 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

본 실시예에서, 그 산소-결핍 특성으로 인해 흡습성을 나타내는 물질 In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)가 상부 전극층
(23k)과 발광 재료층(30k)의 발광 소자 부분의 하부에 형성된다. 따라서, 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 
는 발광층(30k)의 부근에 존재하는 극미량의 습기를 흡수하며, 따라서, 발광 재료를 습기가 없는 상태로 유지한다.

또한, 상기 구조에서, 도 18a 및 도 18c에 도시한 경우와는 달리, 발광 재료층(30k)을 위한 패턴이 크기가 클 수 있기 
때문에, 발광 재료층(30k)을 위한 패턴의 제조가 보다 용이해지며 발광 재료층(30k)을 위한 패턴을 제조하는 선택 범
위가 보다 넓어진다는 장점이 있다. 그러나, 투명 전극층(21k) 상에 형성되지 않는 발광 재료층(30k)을 위한 패턴의 
부분이 존재하기 때문에, 우수한 방습성을 갖는 발광 재료층(30k)을 위한 재료를 사용해야 할 필요가 있다.

    
본 실시예에서, 투명 전극층(21k)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광 재료층(30k)에 의해 덮여지지만, 투명 전극층(21
k)을 위한 패턴이 발광 재료층(30k)에 의해 부분적으로 덮여지지 않는 경우에도, 상술한 바와 동일한 효과가 달성될 
수 있다. 부가적으로, 본 실시예에서, 상부 전극층(23j)을 위한 패턴의 모든 영역이 발광 재료층(30k)을 위한 패턴 상
에 형성되지만, 상부 전극층(23j)을 위한 패턴이 발광 재료층(30k) 상에 부분적으로 형성되지 않는 경우에도, 상술한 
바와 동일한 효과가 달성될 수 있다.
    

도 19c에 도시된 바와 같이, 상기 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 으로 만들어진 투명 전극층(21k)과 기판 
사이에 흡습성 향상층(hygroscopicity enhancing layer)(43j)을 형성할 수 있다. 여기서, 흡습성 향상층(43j)은 투
명 전극층(21k)이 흡수한 습기를 받아들여 발광 물질에서 습기를 더 제거하는 역할을 한다.

게다가, 대기 중에서 상부 전극층(23j) 또는 발광 재료층(30k)이 습기 및/또는 산소로부터 완전하게 자유로워지도록 
발광체(10k)의 전체에 대해 보호층(도시되지 않음)을 형성할 수 있다.

다음, 본 발명의 다른 발광체(10m)에 대해 도 20a 내지 도20c를 참조해서 설명한다. 도 20a 내지 도 20c에 도시된 발
광체(10m)는 도 19a 내지 도 19c에 도시된 발광체의 변형이다. 도 20a, 20b, 및 도 20c는 도 19a, 19b, 및 19c에 각
각 대응한다.
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도 20a 내지 도 20c의 발광체(10m)는, 투명 전극층(21k)에 대한 패턴을 덮는 발광 재료층(30k)의 모든 영역들 위에 
상부 전극층(23m)을 형성한다는 점에서 도 19a 내지 19c에 도시된 발광체와는 다르다. 그러므로, 상부 전극층(23m)
에 대한 패턴은 크기 면에서 발광 재료층(30k)에 대한 패턴보다 크다.

도 19a 내지 19c에 도시된 바와 같이, 투명 전극층(21k)을 위한 재료로서는, 위에서 언급한 주성분으로 주석과 인듐의 
산화물의 혼합물을 함유하는 기판을 사용한다.

이 예에서, 상부 전극층(23m) 내의 발광 소자부 아래와 발광 재료층(30k) 아래에, 산소-결핍 특성(oxygen-defici
ent characteristic)으로 인한 흡습성을 보이는 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 을 형성한다. 그러므로, 기
판 " In2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 은 발광층(30k)의 근처에 존재하는 미세한 양의 습기조차도 흡수하여 발광 재
료에 습기가 없게 한다.

    
또한, 이 구성에서, 도 18a 및 18c에 도시된 경우와는 다르게, 발광 재료층(30k)에 대한 패턴과 상부 전극층(23m)에 
대한 패턴을 보다 크게 할 수 있기 때문에, 발광 재료층(30k)에 대한 패턴의 제조 및 상부 전극층(23m)의 제조는 보다 
쉬워지며 발광 재료층(30k)에 대한 패턴의 제조에 대한 선택의 폭이 더 넓어진다는 이점이 있다. 그렇지만, 발광 재료
층(30k)에 대한 패턴과 상부 전극층(23m)에 대한 패턴의 부분들이 존재하기 때문에, 우수한 방습 특성을 갖는 재료를 
발광 재료층(30k)의 재료로 사용할 필요가 있다.
    

    
이 예에서, 투명 전극층(21k)에 대한 패턴의 모든 영역들은 발광 재료층(30k)으로 덮이지만 투명 전극층(21k)에 대
한 패턴이 발광 재료층(30k)으로 부분적으로 덮이지 않을지라도, 위에서 언급한 바와 같은 동일한 효과가 달성될 수 
있다. 게다가, 이 예에서는, 발광 재료층(30k)에 대한 패턴의 모든 영역들이 상부 전극층(23m)에 대한 패턴으로 덮이
지만, 발광 재료층(30k)에 대한 패턴이 상부 전극층(23m)으로 부분적으로 덮이지 않을지라도, 위에서 언급한 바와 같
은 동일한 효과가 달성될 수 있다.
    

도 20c에 도시된 바와 같이, 투명 전극층(21k)과 기판(11) 사이에 흡습성 향상층(43j)을 형성할 수 있다. 여기서, 흡
습성 향상층(43j)은 상기 투명 전극층(21k)이 흡수한 습기를 받아들여 발광 물질에서 습기를 더 제거하는 역할을 한다.

게다가, 대기 중에서 상부 전극층(23m) 또는 발광 재료층(30k)이 습기 및/또는 산소로부터 완전하게 자유로워지도록 
발광체(10m)의 전체에 대해 보호층(도시되지 않음)을 형성할 수 있다.

다음, 본 발명의 다른 발광체(10n)에 대해 도 21a 내지 도21c를 참조해서 설명한다.

도 21a 내지 도 21c에 도시된 발광체(10n)는 도 20a 내지 도 20c에 도시된 발광체의 변형이다. 도 21a, 21b, 및 도 
21c는 도 20a, 20b, 및 20c에 각각 대응한다.

도 20a 내지 도 20c의 발광체(10n)는, 발광 재료층(30n)에 대한 패턴이 상기 기판(11) 상에 형성된 투명 전극층(21
k)에 대한 패턴보다 더 넓은 범위를 덮으며 상부 전극층(23n)에 대한 패턴이 투명 전극층(21k)에 대한 패턴을 덮을 
수 있는 폭을 갖는다는 점에서 도 20a 내지 20c에 도시된 발광체와는 다르다. 그러므로, 상부 투명 전극층(23k)에 대
한 패턴은 크기 면에서 상기 발광 재료층(30n)에 대한 패턴보다 크다.

도 19a 내지 19c에 도시된 바와 같이, 투명 전극층(21k)을 위한 재료로서는, 주성분으로 주석과 인듐의 산화물의 혼합
물을 함유하는 기판을 사용한다.

이 예에서, 산소 결핍 특성으로 인한 흡습성을 나타내는 기판 In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)은 발광층(30n)과 상부 
전극층(23n)에서 발광 소자부 아래에 형성된다. 그러므로, 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 은 발광층(30n) 
근처에 존재하는 습기의 흔적량(trace amount)조차도 흡수하며, 따라서 발광재료를 습기에 가까이 있게 하지 않는다.
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또한, 이 구성에서, 도 18a 및 18c에 도시된 경우와 달리, 발광층(30n)과 상부 전극층(23n)에 대한 패턴들이 크기에 
있어서 더 크게 될 수 있으므로, 상부 전극층(23n)과 발광층(30n)에 대한 패턴들의 생성은 더 용이해지고, 발광층(3
0k)에 대한 패턴을 생성하는 선택은 더 넓어진다는 장점이 있다. 그러나, 투명 전극층(21k) 상에 형성되지 않은, 상부 
전극층(23n)과 발광층(30n)에 대한 패턴들의 부분들이 존재하므로, 우수한 습기 저항 특성을 가진 발광층(30n)에 대
한 재료를 이용하는 것이 필요하다.
    

도 21c에 도시된 바와 같이, 흡습성 향상층(43j)이 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 으로 이루어진 투명 전극
층(21k)과 기판(11)사이에 형성될 수 있다. 여기서 , 흡습성 향상층(43j)은 투명 전극층(21k)에 의해 흡수된 습기를 
받아들이고, 발광재료를 습기에 가까이 있지 않도록 작용한다.

또한, 상부 전극층(23n) 또는 발광층(30n)을 공기중에 습기 및/또는 산소가 없게 완전하게 유지하기 위해, 보호층(도
시되지 않음)이 전체 발광체(10n)상에 형성될 수 있다.

다음으로, 본 발명의 다른 발광체(10p)는 도 22a 및 도 22c를 참조하여 서술될 것이다.

도 22a 내지 도 22c에 도시된 발광체(10p)는 도 21a 내지 도 21c에 도시된 것의 변형이다. 도 22a, 도 22b 및, 도 2
2c는 각각 도 21a, 도 21b 및, 도 21c에 대응한다.

도 22a 내지 도 22c에서의 발광체는, 발광층(30p)에 대한 패턴이 기판 상에 형성된 투명 전극층(21k)에 대한 패턴의 
범위 내에 위치되고, 발광층(30p )에 대한 패턴에 의해 덮이지 않은 투명 전극층(21k)에 대한 패턴의 부분들은 절연층
(44p)에 의해 덮인다는 점에서, 도 21a 내지 도 21c에 도시된 것과 다르다. 그러므로, 발광층(30p)에 대한 패턴은 투
명 전극층(21k)에 대한 것보다 크기에 있어 더 작다.

도 19a내지 도 19c에 도시된 경우와 같이, 투명 전극층(21k)에 대한 재료로서, 주성분으로 주석과 인듐의 산화물의 혼
합물을 포함하는 기판이 이용된다.

이 예에서, 산소 결핍 특성으로 인한 흡습성을 나타내는 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 은 발광층(30p)과 
상부 전극층(23n)내의 발광 소자부 아래에 형성된다. 그러므로, 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 은 발광층(
30p) 근처에 존재하는 습기의 흔적량조차도 흡수하며, 따라서 발광재료를 습기에 가까이 있게 하지 않는다.

발광체(10p)는, 투명 전극층(21k)과 발광층(30p)에 대한 패턴을 둘러싸는 부분이 절연층(44p)내에 매립되고(burie
d), 그러므로 발광체(10p)의 상부 표면이 비교적 평평하게 되는 방식으로 구성된다. 그러나, 절연층(44p)을 매립하는 
새로운 프로세스가 부가되어야하므로, 그 제조 비용은 그에 따라 증가한다.

    
이 예에서, 발광층(30p)에 대한 패턴의 모든 영역들은 투명 전극층(21k )상에 형성되며, 그러나, 발광층(30p)에 대한 
패턴이 투명 전극층(21k)상에 부분적으로 형성되지 않더라도, 서술된 바와 같은 동일한 효과들이 달성될 수 있다. 또
한, 이 예에서, 발광층(30p)에 대한 패턴의 모든 영역들은 상부 전극층(23n )에 대한 패턴에 의해 덮여지며, 그러나, 
발광층(30p)에 대한 패턴이 상부 전극층(23n)에 의해 부분적으로 덮여지지 않더라도, 상기 서술된 바와 같은 동일한 
효과들이 달성될 수 있다.
    

도 22c에 도시된 바와 같이, 흡습성 향상층(43j)은 기판 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 으로 이루어진 투명 전극
층(21k)과 기판(11)사이에 형성될 수 있다. 여기서 , 흡습성 향상층(43j)은 투명 전극층(21k)에 의해 흡수된 습기를 
받아들이고, 발광 재료를 습기에 가까이 있지 않게 하도록 작용한다.

또한, 상부 전극층(23n) 또는 발광층(30p)을 공기중에 습기 및/또는 산소가 없게 완전하게 유지하기 위해, 보호층(도
시되지 않음)이 전체 발광체(10p)상에 형성될 수 있다.
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다음으로, 본 발명의 다른 발광체(10q)는 도 23a 내지 도 23c를 참조하여 서술될 것이다.

도 23a 내지 도 23c에 도시된 발광체(10q)는 도 22a 내지 도 22c에 도시된 것의 변형이다. 도 23a 내지 도 23c는 각
각 도 22a, 도 22b 및, 도 22c에 대응한다.

    
도 23a 내지 도 23c에서의 발광체(10q)는 절연층(44q)의 단부(end portion; 44qe)가 오버랩핑 방식으로 발광 재료
층(30p)의 패턴 상에 놓여지는 도 22a 내지 도 22c에 도시된 것과 다르다. 따라서, 절연층(44q)에 대한 패턴 및 발광 
재료층(30p)에 대한 패턴이 서로 오버랩하는 부분을 제공함으로써, 상부 전극층(23q)과 제조 에러들에 의해 야기된 
투명 전극층(21k) 사이에 일어나는 것으로부터 누출 전류(leakage current)를 방지하는 것은 가능하다. 그러나, 절연
층(44q)에 대한 패턴 및 발광 재료층(30p)에 대한 패턴이 서로 오버랩하는 부분이 존재하기 때문에, 발광체(10q)의 
상부 표면 상에 평탄도는 도 22a 내지 도 22c에 도시된 경우와 비교하여 감소한다.
    

다음에, 본 발명의 다른 발광체(10r)는 도 24a 내지 도 24c에 참조됨으로써 기술될 것이다.

도 24a 내지 도 24c에 도시된 발광체(10r)는 도 23a 내지 도 23c에 도시된 것의 편차(variation)이다. 도 24a, 도 2
4b, 및 도 24c는 각각 도 23a, 도 23b, 및 도 23c에 대응한다.

도 24a 내지 도 24c에서의 발광체(10r)는 상부 전극층(23r)의 패턴 주위에 노출되는 발광 재료층(30r)의 부분들이 
절연층(44r)에 내장되는 도 23a 내지 도 23c에 도시된 것과 다르다. 위와 같이 구성함으로써, 도 21a 내지 도 21c에 
도시된 발광체(10n)에서의 습기-저항(moisture-resistance)의 결점은 보상될 수 있다. 그러나, 절연층(44q)을 내
장하는 새로운 공정은 부가되어야 하며, 그 제조 비용은 따라서 증가한다.

게다가, 도 22a 내지 도 22c에 도시된 발광체(10p)와 비교하여 더 평탄한 발광체(10r)의 적층들(stacked layer)의 
상부 표면을 만드는 것이 가능하다.

다음에, 본 발명의 다른 발광체(10s)는 도 25a 내지 도 25c를 참조함으로써 기술될 것이다.

도 25a 내지 도 25c에 도시된 발광체(10s)는 도 24a 내지 도 24c에 도시된 것의 편차이다. 도 25a, 도 25b, 및 도 2
5c는 각각 도 24a, 도 24b, 및 도 24c에 대응한다.

    
도 25a 내지 도 25c에서의 발광체(10s)는 절연층(44s)의 단부(44se)가 오버랩핑 방식으로 상부 전극층(23n)의 단
부(23ne) 상에 놓여지는 도 24a 내지 도 24c에 도시된 것과 다르다. 따라서, 절연층(44se) 및 상부 전극층(23n)이 
서로 오버랩하는 부분을 제공함으로써, 절연층(44s)의 단부와 제조 에러에 의해 야기된 상부 전극의 단부(44se) 사이
에 일어나는 것으로부터 클리어런스(clearance)를 방지하는 것은 가능하며, 이는 발광 재료층(30n)에서의 부식(cor
rosion)의 가능성을 낮출 수 있다. 그러나, 절연층(44s) 및 발광 재료층(30n)의 패턴이 서로 오버랩하는 부분이 존재
하기 때문에, 발광체(10s)의 상부 표면 상의 평탄도는 도 24a 내지 도 24c에 도시된 발광체(10r)의 경우와 비교하여 
감소한다.
    

제 2 실시예의 도 5a 내지 도 8h에 기술된 층들의 구성들이 도 18a 내지 도 25b에 설명된 발광체들(10j 내지 10s)의 
그것에 응용될 수 있다.

제 6 실시예

    
본 발명의 발광체들을 사용하고 평면식(plane manner)으로 병렬로 놓여지는 한 그룹의 발광 소자들(10u)의 구성은 
도 26a 내지 도 28b를 참조함으로써 설명될 것이다. 도 26a는 한 그룹의 발광 소자들의 횡단면도이며, 도 26b는 본 발
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명의 제 6 실시예에 따른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 도시하는 평면도이다. 도 27a는 한 그룹의 발광 소자들의 
횡단면도이며, 도 26b는 제 6 실시예에 따른 발광 소자들의 그룹을 개념적으로 도시하는 평면도이다. 도 28a는 한 그
룹의 또 다른 발광 소자들의 횡단면도이며, 도 28b는 제 6 실시예에 따른 또 다른 발광 소자들의 그룹의 평면도이다. 
그러므로, 각각의 도면들에 도시된 발광체들의 층의 각각의 사이즈 및 발광체들의 각각의 배열은 단지 발광체들에서의 
위치 관계들을 제공할 뿐이며, 단지 참조용으로 제공된다.
    

    
게다가, 도 26a 내지 도 28b에서, 동일한 참조 번호들은 동일한 기능들 또는 구성들을 갖거나 도 5a 내지 도 8h에서의 
그것들과 동일한 재료로부터 이루어진 구성요소들에 할당된다. 도 26a 내지 도 28b에서의 구성 요소는 도 5a 내지 도 
8h에서의 그것과 동일한 재료 및 동일한 기능으로 이루어지지만, 도 5a 내지 도 8h에서의 그것과 서로 다른 모양을 가
지며, 첨자들 " u" 내지 " w" 는 도 26a 내지 도 28c에서의 각각의 구성 요소들에 할당된 동일한 번호에 부가된다. 또
한, 제 2 첨자 " e" 는 도 26b, 도 27b, 및 도 28b에 도시된 평면도들에서의 각각의 층들의 단부를 표현하는 제 1 첨자
를 갖는 위 번호에 부가적으로 할당된다.
    

더구나, 복수의 발광체들은 그 기판 상에 형성된다. 그 기판은 복수의 발광체들 및 다른 막들 또는 소자들이 형성되는 
기저체(base body)이다. 상기 실시예들에서와 같이, 몇 가지 경우들에서 층을 형성하는 오버래핑된 부분들을 갖기 때
문에, 어떠한 절연 구조도 갖지 않는 전극의 경우에도, 그러한 전극이 전극에 " 층(layer)" 이라는 단어를 추가함으로
써 표현된다.

도 18a 내지 도 25c에 도시된 발광체(10j 내지 10s)로서 발광체들의 그룹을 구성하는 각각의 발광체들(10u 내지 10
w)은 광이 그 기판(11)의 하방으로 방사되고, 표시가 적층된 층들의 표면을 향해 기판(11)의 보다 낮은 면으로부터 
보여질 수 있는 발광형 기판 표면의 형태이다.

도 26a 내지 도 26b에 도시된 발광체들(10u) 각각에서, 투명 전극층(21u)이 패터닝 방법에 의해 기판(11) 상에 형성
되고, 발광층(30u)이 패터닝 방법에 의해 투명 전극층(21u) 상에 형성된다. 발광 재료 층(30u)에 대한 패턴 상에, 상
부 전극 층(23)이 발광층(30u)에 대한 패턴의 모든 영역들을 덮는 방식으로 상부 전극층(23u)에 대한 패턴이 형성된
다. 복수의 그러한 발광체들(10v)은 앞서 기재된 바와 같이, 수직 및 수평 방향들로 배치된다.

발광체들(10v)의 그룹이 투명 전극층(21v)이 수직 및 수평 방향들로 배치된 모든 발광체들(10v)에 대해 통상적으로 
기판(11) 상에 형성된다는 점에서, 도 26a 및 도 26b에 도시된 발광체 그룹과 다르다. 그러므로, 투명 전극층(21v)의 
패턴은 복수의 발광 재료 층들(30u)의 패턴들 하에 존재한다. 각각의 발광 재료 층들(30u)의 패턴 상에는 각각의 상부 
전극 층들(23u)의 패턴이 형성된다.

도 27a에서, 비록 투명 전극 층(21)의 패턴이 모든 발광체들(10v)에 대해 통상적으로 형성될 지라도, 단지 둘 이상의 
발광체들(10v)이 형성될 수 있다. 그러므로, 각각의 발광체들(10v)은 투명 전극 층(21v)으로 구성되며, 그것은 통상
적으로 다른 둘 이상의 발광체들, 발광 재료 층(30u) 및 상부 전극 층(23u)을 지원하는 역할을 한다.

도 28a 및 도 28b에 도시된 발광체들의 그룹은 투명 전극 층(21v)에 대한 패턴이 모든 발광체들(10w)에 대해 통상적
으로 기판 상에서 패터닝 방법에 의해 형성되고, 발광체 층(30v)에 대한 패턴이 모든 발광체들(10w)에 대한 투명 전
극 층(21v) 상에서 패터닝 방법에 의해 형성된다는 점에서, 도 27a 및 도 27b에 도시된 발광체들의 그룹과는 다르다. 
즉, 투명 전극 층(21v)의 패턴은 모든 발광체들(10w)을 통상적으로 지원하는 발광 재료 층(30v)의 패턴을 지원한다.

    
도 28a에서, 비록 투명 전극 층(21v)의 패턴이 통상적으로 모든 발광체들(10w)에 대해 형성되고, 그 투명 전극 층(3
0v)의 패턴은 또한 통상적으로 모든 발광체들(10w)에 대해 형성되며, 그들은 단지 둘 이상의 발광체들(10w)에 대해 
형성될 수 있다. 그러므로, 각각의 발광체들(10w)은 통상적으로 둘 이상의 발광체들(10w)을 지원하는 역할을 하는 투
명 전극 층(21v), 또한 통상적으로 둘 이상의 발광체들(10w) 및 상부 전극 층(23u)을 지원하는 역할을 하는 발광 재
료 층(30v)을 구성한다.
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투명 전극 층(21u, 21v)에 대한 재료로서, 그 물질 " In 2-x SnxO3-y (0.05≤y≤0.2)" 이 사용되며, 이는 주요 성분
으로서 주석과 인듐의 산화물의 혼합물을 함유한다.

발광 소자들의 그룹의 구성들은 도 26a 내지 도 28을 참조하여 기재되었지만, 그것은 제 5 실시예에서 설명된 발광체
들이 도 26 내지 도 28에 도시된 예에서 사용될 수 있음을 말할 필요는 없다.

제 7 실시예

발광 소자들의 그룹을 구성하는 발광체(10x)의 일례가 도 29a 및 도 28b를 참조하여 기재될 것이다. 도 29a는 발광 
소자들의 그룹을 구성하는 발광체(10x)의 횡단면도이고, 도 29b는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 발광체(10x)를 개
념적으로 설명한 평면도이다. 발광체(10x)에서, 도 29a에 도시된 바와 같이, 발광 소자들의 전체 그룹이 밀봉(herme
tric) 방법으로 봉해지며, 그 내부는 불활성 가스들로 채워진다.

발광체(10x)는 캡슐화 부재(60)가 도 27a 및 도 27b에 제공된 발광체들(10v)의 그룹 주위에 위치되고, 접착제(61)
는 캡슐화 부재(60) 및 기판(11) 간에 놓이도록 구성된다. 그 캡슐화된 공간은 불활성 가스(62)로 채워진다. 즉, 하나
의 캡슐화 부재(60)에 의해, 복수의 발광체들(10v)은 발광체(10x) 상에서 발생하도록 캡슐화된다.

이 설명에서, 캡슐화된 구조의 단지 일 예가 발광체(10v)를 사용하여 도시되나, 여기서 설명된 바와 같이 동일한 캡슐
화된 방법은 상기 실시예에 기술된 이러한 발광체들의 집합체 또는 다른 발광체에 적용될 수 있다.

제 8 실시예

발광체의 발광에 필요한 소자를 포함하는 발광 소자부(50)의 구성들은 도 30a 및 도 30b를 참조하여 기술될 것이다. 
본 발명의 제 8 실시예에 따라 도 30a는 발광 소자부(50)의 단면도이고 도 30b는 발광 소자부(50)의 평면도이다. 도 
30a 및 도 30b에 도시된 각 배열 및 발광 소자부(50)의 각 크기는 발광 소자부(50)에서 위치적인 관계를 단지 제공하
기 위한 것이며, 단지 참조용으로 제공된다.

도 30a 및 도 30b에 도시된 바와 같이, 발광 소자부(50)는 발광체(110)로 기능하는 발광 소자, 전류 공급 소자(111), 
스위칭 소자(112)로 이루어져 있다. 발광 소자(110)는 전류 공급 소자(111)에 접속되며 전류 공급 소자(111)는 스
위칭 소자(112)에 접속된다.

도 30b에 도시된 바와 같이, 다수의 발광 소자부들(50)이 배치된다.

상기된 발광체들(10a 내지 10w) 중 어떤 것은 도 30a 및 도 30b에 도시된 발광 소자(110)일 수 있다.

제 9 실시예

    
수직 및 수평 방향들로 배치되고 있는 제 8 실시예에 기재된 다수의 발광 소자부들(50)용의 배선들의 상태들은 도 31 
내지 도 33을 참조하여 설명될 것이다. 도 31은 본 발명의 제 9 실시예에 따라 발광 소자부(50)와 배선들간의 위치 관
계를 도시하는 평면도이다. 도 32는 제 9 실시예에 따라 다른 발광 소자부(50)와 배선들간의 위치 관계를 도시한 평면
도이다. 도 33은 제 9 실시예에 따라 다른 발광 소자부(50)와 배선들간의 위치 관계를 도시한 평면도이다. 도 31 내지 
도 33에 도시된 바와 같이, 제 1 스위칭 배선(51), 제 2 스위칭 배선(52), 접지 배선(53), 전류 공급 배선(54) 및 공
통 배선(55)은 발광 소자부(50)에 제공된다. 도 30a를 참조하여 설명된 바와 같이, 발광 소자부(50)는 스위칭 소자에 
접속되어 있는 전류 공급 소자에 접속된다. 배선들은 수직 및 수평 방향에서 제공된다. 발광 소자부(50)는 수직 방향으
로 제공된 배선들과 수평 방향으로 제공된 배선들간에 놓여진다.
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도 31에서, 다수의 발광 소자부들(50)은 수직 및 수평 방향으로 배치된다. 한 쌍과 같은, 제 1 스위칭 배선(51) 및 접
지 배선은 수평 방향으로 연장하며, 제 2 스위칭 배선(52)은 수직 방향으로 연장한다. 발광 소자부들(50) 각각은 제 
1 스위칭 배선(51), 제 2 스위칭 배선(52) 및 접지 배선(53)에 의해 둘러싸여진다.

이 예에서, 접지 배선(220은 수평 방향으로 연장하지만, 수직 방향으로 연장할 수 있다.

도 32에서, 다수의 발광 소자부(50)는 수직 및 수평 방향으로 배치된다. 한 쌍과 같은, 제 2 스위칭 배선(52) 및 접지 
배선(53)은 수평 방향으로 연장하고 한 쌍과 같은, 제 1 스위칭 배선(51) 및 전류 공급 배선(54)은 수직 방향으로 연
장한다. 발광 소자부(50) 각각은 전류 공급 배선(54), 접지 배선(53) 및 제 2 스위칭 배선(52)에 의해 둘러싸여진다.

이 예에서, 접지 배선(53)은 수직 방향으로 연장하지만, 수평 방향으로 연장할 수 있다. 더욱이, 전류 공급 배선(54)은 
수직 방향으로 연장하지만, 수평 방향으로 연장할 수 있다.

도 33에서, 한 쌍과 같은, 접지 배선(53)과 제 2 스위칭 배선(52)으로 일반적으로 사용될 수 있는 전류 공급 배선(54) 
및 공통 배선(55)은 수평 방향으로 연장하고 제 1 스위칭 배선(51)은 수직 방향으로 연장한다.

이 예에서, 전류 공급 배선(54)은 수평 방향으로 연장하지만 수직 방향으로 연장할 수 있다.

제 10 실시예

    
발광체(70), 스위칭 소자로서 소용되는 스위칭 트랜지스터(71), 전류 공급 소자로서 소용되는 전류 공급 트랜지스터
(71)와 전류 홀딩 캐패시터(73)를 포함하는 본 발명의 발광 소자 부분의 회로와 회로로의 배선들의 접속은 도 34 내
지 도 39를 참조하여 설명될 것이다. 도 34는 발광 소자 부분과 본 발명의 제9 실시예에 따른 발광 소자 부분으로의 배
선들의 접속을 도시하는 회로도이다. 도 34는 도 30a에 도시된 발광 소자 부분의 회로도이다. 도 34에서, 같은 참조 번
호들은 제9 실시예에서 같은 기능들을 갖는 배선들에 할당된다.
    

    
도 34에 도시된 바와 같이, 제1 스위칭 배선(51)은 수평 방향으로 확장하고 제2 스위칭 배선(52)은 수직 방향으로 확
장한다. 스위칭 트랜지스터(71)의 게이트(71G)는 제1 스위칭 배선(51)에 접속되고, 스위칭 트랜지스터(71)의 소스
(71S)는 제2 스위칭 배선(52)에 접속된다. 스위칭 트랜지스터(71)의 드레인(71D)는 전류 공급 트랜지스터(72)의 
게이트(72G)에 접속되고, 전압 홀딩 캐패시터(73)의 한 단자에 접속된다. 전압 홀딩 캐패시터(73)의 다른 단자는 접
지 배선(53)에 접속된다. 전류 공급 트랜지스터(72)의 소스는 전류 공급 배선(54)에 접속되고, 그 드레인(72D)은 발
광체(70)의 양극에 접속된다. 발광체(70)의 음극은 접지 배선(53)에 접속된다.
    

    
전술한 배선들의 접속의 상태에서, 전압이 제1 스위칭 배선(51)에 인가될 때, 전압은 제1 스위칭 트랜지스터(71)의 게
이트(72G)에 공급되고, 그것은 소스(71S)와 드레인(71D)을 도전되게 한다. 이 상태에서, 전압이 제2 스위칭 배선(5
2)에 인가될 때, 전압은 전류 공급 트랜지스터(72)의 게이트(72G)에 공급되고, 그것은 전하가 전압 홀딩 캐패시터(7
3)에 저장되게 한다. 그 결과, 제1 스위칭 배선(51) 또는 제2 스위칭 배선(52)에 인가되는 전압이 없을지라도, 전압은 
전압 홀딩 캐패시터(73)에 저장된 전하들이 삭제될 때까지 전류 공급 트랜지스터(72)의 게이트(72G)에 계속해서 공
급된다. 그러므로, 전류 공급 트랜지스터(72)의 게이트(72G)로의 전압의 인가에 의해, 소스(72S) 및 드레인(72D)은 
도전되고, 전류 공급 배선(54)으로부터 발광체(70)를 통해 접지 배선(53)으로 전류가 흐르고, 그 결과, 광은 발광체
(70)로부터 방사된다.
    

한편, 제1 스위칭 배선(51) 또는 제2 스위칭 배선(52)중 하나에 구동 전류가 공급되지 않으면, 전압이 전류 공급 트랜
지스터(72)의 게이트(72G)에 인가되지 않으므로, 발광체(70)를 통해 전류가 흐르지 않고 그로부터 광이 방사되지 않
는다.
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도 35는 또한 다른 발광 소자 부분(50)과 제10 실시예에 따른 다른 발광 소자 부분(50)으로의 배선들의 접속을 도시
하는 회로도이다. 도 35에 도시된 바와 같이, 다른 배선들은 도 34에 도시된 인접하는 방식으로 각각 위치하는 발광 소
자 부분(50)에 부가된다. 즉, 제1 스위칭 배선(51)과 접지 배선(53)의 쌍은 수평 방향으로 확장하고, 제2 스위칭 배선
(52)과 전류 공급 배선(54)의 쌍은 수직 방향으로 확장한다.

도 36은 또한 발광 소자 부분(50)과 제10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자 부분(50)으로의 배선들의 접속을 도시하
는 회로도이다. 도 36에 도시된 바와 같이, 도35에서 사용된 제1 스위칭 배선(51)과 접지 배선(53) 대신에, 하나의 공
통 배선(55)이 사용된다.

도 37은 또한 발광 소자 부분(50)과 제10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자 부분(50)으로의 배선들의 접속을 도시하
는 회로도이다. 도 37에 도시된 바와 같이, 도 34의 전류 공급 트랜지스터(72)의 드레인(72D)에 접속되는 발광체(7
0)는 전류 공급 트랜지스터(72)의 소스(72S)에 접속된다. 즉, 전류 공급 트랜지스터(72)의 소스(72S)는 발광체(70)
에 접속되고, 드레인(72D)은 접지 배선(53)에 접속된다. 발광체(70)의 양극은 전류 공급 소스(191)에 접속된다.

위와 같이 구성함으로써, 구동 전류가 제1 스위칭 배선(51)과 제2 스위칭 배선(52)에 상술한 바와 같이 동시에 인가
될 때, 안전한 전위가 전류 공급 트랜지스터(72)의 게이트(72G)에 인가될 수 있다. 그러므로, 전류는 전류 공급 배선
(54)으로부터 발광체(70), 전류 공급 트랜지스터(72)의 소스 및 드레인을 통해 접지 배선(53)으로 흐른다. 그 결과, 
광은 발광체(70)로부터 방사된다.

한편, 구동 전압이 제1 스위칭 배선(51) 또는 제2 스위칭 배선(52)중 하나에 공급되지 않으면, 전압이 전류 공급 트랜
지스터(72)의 게이트(72G)에 인가되지 않으므로, 전류는 발광체(70)를 통해 인가되지 않고, 그 결과, 광은 그로부터 
방사되지 않는다.

도 38은 발광 소자 부분(50)과 제10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자 부분(50)으로의 배선들의 접속을 도시하는 회
로도이다. 도 38에 도시된 바와 같이, 다른 배선들은 도 37에 도시된 인접한 방식으로 각각 위치된 발광 소자부들(50)
에 부가된다. 즉, 제 1 스위칭 배선(51)과 그라운드 배선(53)의 쌍은 수평 방향으로 확장하며, 제 2 스위칭 배선(52)
과 전류 공급 배선(54)의 쌍은 수직 방향으로 확장한다.

도 39도 역시, 제 10 실시예에 따른 또 다른 발광 소자부(50)와 상기 또 다른 발광 소자부(50)에 대한 접속 배선들을 
도시하는 회로도이다. 도 39에 도시된 바와 같이, 도 38에서 이용되는 제 1 스위칭 배선(51)과 그라운드 배선(53)을 
대신하여, 하나의 공통 배선(55)이 이용된다.

제 11 실시예

    
도 40 내지 도 42에 있어서는, 색(color)를 생성하도록 작용하는 발광 소자들(81 내지 83)의 배열과 발광 소자들과 
기판간의 관계가 기술된다. 도 40은 제 11 실시예에 따라 색을 생성하도록 작용하는 발광 소자들(81 내지 83) 배열의 
단면도이다. 제 1 색을 위한 발광 소자(81), 제 2 색을 위한 발광 소자(82) 및 제 3 색을 위한 발광 소자(83)가 기판
(11)상에 교호하여 배열되어 있다. 일반적으로, 제 1 색을 위한 발광 소자(81)는 청색을 생성하는 발광 소자로 이루어
지고, 제 2 색을 위한 발광 소자(82)는 녹색을 생성하는 발광 소자로 이루어지며, 제 3 색을 위한 발광 소자(83)는 적
색을 생성하는 발광 소자로 이루어진다.
    

    
도 41도 역시, 제 11 실시예에 따라 색을 생성하도록 작용하는 발광 소자들(81a, 82a 및 83a) 배열의 단면도이다. 도 
41에 도시된 바와 같이, 교호하여 배열되는 제 1, 제 2 및 제 3 색들에 대한 발광 소자들(81a, 82a 및 83a) 각각은 기
판(11a)에 부분적으로 묻혀있다. 일반적으로, 제 1 색을 위한 발광 소자(81a)는 청색을 생성하는 발광 소자로 이루어
지고, 제 2 색을 위한 발광 소자(82a)는 녹색을 생성하는 발광 소자로 이루어지며, 제 3 색을 위한 발광 소자(83a)는 
적색을 생성하는 발광 소자로 이루어진다.
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도 42도 역시, 제 11 실시예에 따라 색을 생성하도록 작용하는 발광 소자들 배열의 단면도이다. 도 42에 도시된 바와 
같이, 교호하여 배열되는 제 1, 제 2 및 제 3 색들에 대한 발광 소자들(81a, 82a 및 83a) 사이에는 리브(rib)(84)가 
형성된다. 즉, 리브(84)는 발광 소자들(81a 및 82a) 사이와 발광 소자들(82a 및 83a) 사이에 형성된다. 도 42에 도
시된 다른 구성들은 도 40과 동일하다.

다음으로, 각 발광 소자의 층 구조가 도 43 내지 도 45를 참조하여 기술된다.

    
도 43은 색을 생성하는 발광 소자의 배열과 그 층 구조를 도시하는 단면도이다. 도 43에 도시된 바와 같이, 발광 소자
들(81b, 82b 및 83b)은 리브들(84)에 의해 분할된다. 정공 주입층(33b)은 리브들(84)의 표면들을 포함하는 3층 구
조의 발광 소자들(81b, 82b 및 83b)의 모든 표면들을 덮는다. 투명 전극층(21b)이 상기 정공 층(33b)의 모든 표면들
을 덮는다. 그러므로, 상기 발광 소자(81b)는, 하부 전극층(22b)이 기판(11) 상에 형성되고, 제 1 색 전자 전달층(3
51)이 상기 하부 전극층(22) 상에 형성되고, 제 1 색 발광층(361)이 상기 제 1 색 전자 전달층(351) 상에 형성되고, 
상기 정공 주입층(33)은 상기 제 1 색 전자 전달층(351) 상에 형성되고, 투명 전극층(21b)은 상기 정공 주입 층들 상
에 형성되도록 구성된다. 즉, 상기 발광 소자(81b)는 5 개 층으로 구성된다. 다른 발광 소자들(82b,83b)은 상기 발광 
소자(81b)와 동일한 층 구조를 가지고 있다. 일반적으로, 제 1 색은 청색광에 의해 제공되고, 제 2 색은 녹색광에 의해 
제공되며, 제 3 색은 적색 광에 의해 제공된다.
    

    
도 44는 색 및 층 구조를 생성하기 위한 다른 발광 소자의 배열을 나타낸 단면도이다. 도 44에 도시된 바와 같이, 먼저, 
하부 전극층(22c)의 복수의 패턴들이 기판(11) 상에 형성된다. 3 개의 색 각각에 대응하는 각각의 전자 전달층(351-
353)은 하부 전극층(22c)의 패턴들의 각각을 덮기 위해 형성된다. 다음에, 발광층(361-363)의 각각은 각각의 전자 
전달층(351-353) 상에 형성된다. 정공 주입층(331-333)의 각각은 발광층(361-363) 상에 형성된다. 투명 전극층
(21c)은 각각의 정공 주입 층(331-333)의 모든 표면들을 덮는다. 하부 전극층(22c), 전자 전달층(351-353), 발광
층(361-363) 및 정공 주입 층(331-333)은 서로 개별적으로 분리되고, 분리된 층들은 서로 인접해 있다. 그러므로, 
예컨대, 발광 소자(81c)는 기판(11) 상에 순서대로 적층되는 하부 전극층(22c), 전자 전달층(351), 발광층(361), 정
공 주입층(331) 및 투명 전극층(21c)을 포함하는 5 개의 층으로 구성된다. 다른 발광 소자(82c, 83c)는 발광 소자(
81b)와 동일한 층 구조를 가지고 있다.
    

    
도 45는 색 및 층 구조를 생성하기 위한 또 다른 발광 소자의 배열을 나타낸 단면도이다. 도 45에 도시된 발광 소자는 
정공 주입 층(33d)의 일부분에서 도 44의 발광 소자와는 다르다. 즉, 먼저, 하부 전극층(22c)이 기판(11) 상에 형성
된다. 3 개의 색 각각에 대응하는 전자 전달층 각각은 전자 전달층(351-353) 각각을 덮기 위해 하부 전극층(22c) 상
에 형성된다. 다음에, 발광층(361-363) 각각은 전자 전달층(351-353) 상에 형성된다. 정공 주입 층(33d)은 발광층
(361-363)의 모든 표면들을 덮기 위해 발광층(361-363) 상에 형성된다. 투명 전극층(21)이 정공 주입층(33d)의 
모든 표면들을 덮기 위해 정공 주입 층(33d) 상에 형성된다. 하부 전극층(22c), 전극 전달층(351-353), 발광층(36
1-363)은 개별적으로 서로 분리되며, 분리된 층들은 서로 인접해 있다.
    

그러므로, 예컨대 상기 발광 소자(81d)는 기판(11) 상에 순서대로 적층되는 하부 전극층(22c), 제 1 색 전자 전달층
(351), 제 1 색 발광층(361), 정공 주입층(33d) 및 투명 전극층(21c)을 포함하는 5 개의 층들로 구성된다. 다른 발
광 소자(82d,83d)는 발광 소자(81c)와 동일한 층 구조를 가지고 있다.

제 12 실시예

발광체(410)와 기판(411a)간의 위치 관계는 도 46 및 도 47을 참조하여 기술될 것이다. 도 46 및 도 47에 도시된 발
광체(410)는 기판(411a) 상에 순서대로 적층되는 하부 전극층(422), 전자 전달층(435), 발광층(436), 정공 주입층
(433) 및 투명 전극층(421)을 포함하는 5층으로 이루어진다.
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도 46은 실시예 12에 따른 발광체(410)와 기판(411a)간의 위치 관계를 도시하는 단면도이다. 도 46에 도시된 바와 
같이, 다수의 발광체들(410)은 평면 기판(411a) 상에 부착되는 그 하부 전극층(422)과 함께 간격을 두고 배치된다.

도 47은 또한 실시예 12에 따른 또 다른 발광체(410)와 기판(411b)간의 위치 관계를 도시하는 단면도이다. 도 47에 
도시된 바와 같이, 기판(411b)은, 평면 기판(411a) 상에 부착되는 그 하부 전극층(422)과 함께 발광체(410)가 배치
되는 오목부를 갖는다.

제 13 실시예

    
발광체의 구성들이 도 48 및 도 49를 참조하여 기술될 것이다. 도 48 및 도 49는 도 30a 및 도 30b에 도시된 발광체(
10)와 전류 공급 소자(111)간의 접속과 그 위치 관계를 도시한다. 도 48 및 도 49에 도시된 층과 각 패턴의 각 크기는 
단지 층들의 위치 관계들을 제공하며, 이는 단지 참조를 위해 제공되는 것이다. 도 48 및 도 49에서, 동일한 기능들이
나 구성들을 갖거나 또는 상기 기술된 것과 동일한 재료들로 이루어지는 소자들에는 동일한 참조부호들이 할당된다. 도 
48 및 도 49의 소자가 상기 기술된 것과 동일한 재료와 동일한 기능을 갖지만 상기 기술된 것과 상이한 형태를 가지면, 
도 48 및 도 49의 소자들 각각에 할당된 동일한 참조부호에는 첨자 " a" 가 부가된다. 도 48은 실시예 13에 따른 발광
체(발광 소자)의 구성들을 도시하는 단면도이다.
    

    
도 48에서, 먼저, 기판(511) 상에는 배리어(barrier)층(548)이 형성된다. 배리어층(548) 상에는 박막 트랜지스터들
(TFT, Thin Film Transistors)이 형성된다. 따라서, TFT의 게이트부(527), 소스부(528), 및 드레인부(529)가 배
리어층(548) 상에 형성된다. 게이트 절연막(545)은 게이트부(527), 소스부(528) 및 드레인부(529) 모두의 표면들 
및 배리어층(548)의 모든 표면들 상에 형성된다. 그러나, TFT의 소스부(528)와 드레인부(529) 상에 위치되는 게이
트 절연막(545)의 일부에는 정공이 만들어진다.
    

    
또한, TFT의 게이트부(527) 위의 게이트 절연막(545) 상에 위치되는 일부분에는 게이트 전극(524)이 형성된다. 즉, 
게이트부(527)는 게이트 절연막(545)에 의해 게이트 전극(524)과 절연된다. 게이트 절연막(545) 및 게이트 절연막
(545) 상에 형성된 게이트 전극(524) 모두의 표편들에는 제 1 층간 유전체(546)가 형성된다. 그러나, 게이트 절연막
(545)의 경우에서와 같이, TFT의 소스부(528)와 드레인부(529) 상에 위치되는 제 1 층간 유전체(546)의 일부에는 
정공이 만들어진다. 하나의 정공에는, TFT의 소스부(528)와 접촉되도록 소스 전극(525)이 형성된다. 다른 하나의 정
공에는, TFT의 드레인부(529)와 접촉되도록 드레인 전극(526)이 형성된다.
    

또한, 드레인 전극(526)을 제외하고, 2차 층간 유전체(547)는 제 1 층간 유전체(546) 상에 형성된다. 도시되지는 않
았지만, 스위칭 소자는 소스 전극(525)에 접속된다. 위쪽으로 노출되는 드레인 전극(526)과 접촉하도록 하부 전극층
(522)의 패턴이 제 2 층간 유전체(547) 상에 형성된다. 발광 재료층(530)은 발광 재료층(530)이 하부 전극층(522)
을 덮고, 그후에 투명 전극층(521)이 발광 재료층(530) 상에 형성되는 방법으로 하부 전극층(522) 상에 형성된다.

발광 재료층(530)은 순서대로 적층되는 전자 전달층(electron transporting layer), 발광층, 정공 주입층을 포함하는 
3개의 층들, 또는 전자 전달층으로 기능하는 발광층 및 정공 주입층을 포함하는 2개의 층들 또는 전자 전달층 및 정공 
주입층으로 기능하는 발광층의 단일층으로 이루어진다. 또한, 발광 재료층(530) 및 투명 전극층(521)은 개별 패턴의 
형태로 형성된다. 발광체로 이루어진 다수의 구성요소를 덮는데 충분히 큰 패턴이 사용된다.

도 49는 또한 제 3 실시예에 따라 또 다른 발광체(발광 소자)의 구성을 도시하는 단면도이다. 도 48에 도시된 경우와 
달리, 하부 전극층(522a)은 드레인 전극(526)과 접촉하지 않고, 투명 전극층(521a)은 드레인 전극(526)과 접촉한다. 
그러므로, 발광 재료층(530a)은 하부 전극층(522a)과 투명 전극층(521a) 사이에 삽입된다.
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제 14 실시예

발광 소자부 및 배선들을 포함하는 발광 소자를 둘러싼 부분들의 평면 구조들은 도 50을 참조하여 기술될 것이다. 도 
50은 발광 소자부와 제 4 실시예에 따른 그 배선간의 구조적인 관계를 도시하는 평면도이다. 도 37에 도시된 접속 상
태는 도 50에 도시된 회로에 적용되는 것으로 가정한다.

    
도 50에서, 제 1 스위칭 배선(51)은 스위칭 트랜지스터(71)의 게이트부(71G)에 접속되는 게이트 선이다. 제 2 스위
칭 배선(52)은 스위칭 트랜지스터(71)의 소스부(71S)에 접속되는 데이터 선이다. 스위칭 트랜지스터(71)의 드레인
부(71D)는 전류 공급 트랜지스터(72)의 게이트부(72G) 및 접지 배선(53)에 접속된 전압 유지 커패시터(73)의 한 
단자 양쪽 모두에 접속된다. 전압 유지 커패시터(73)의 또 다른 단자는 접지 배선(53)에 접속된다. 전류 공급 트랜지
스터(72)의 소스부(72S)는 하부 전극층(22)에 접속된다. 도시되지는 않았지만, 도면에 도시된 이러한 게이트들, 단자
들, 배선들, 등의 모든 표면들 상에는 발광층(30)이 있고, 또한, 투명 전극층(21)은 발광층(30) 상에 형성된다. 투명 
전극층(21)은 전류 공급 배선(54)(도시되지 않음)에 접속된다. 전류 공급 트랜지스터(72)의 드레인부(72D)는 접지 
배선(53)에 접속된다.
    

제 15 실시예

발광 소자로 이루어진 각각의 구성요소는 표 1을 참조하여 기술될 것이다.
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전술한 바와 같이, 기판용 재료로서, 유리나, 수지나, 쿼츠가 사용된다. 투명 전극층용 재료로서, ITO(Indium Tin Ox
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ide) 또는 주석과 인듐의 산화물의 혼합물이 사용된다. 금속 전극층용 재료로서, MgAg, Al, 또는 LiAl이 사용된다. 전
자 전달층용 재료로서, 알루미퀴놀리놀(Alq) 복합체, PBD, TAZ, BND, OXD(Oxadiazole derivative), OXD-7, 또
는 PPV(Polyphenylene vinylene)이 사용된다. 발광층용 재료로서, 알루미퀴놀리놀 복합체에 적색 형광성 안료를 첨
가함으로써 얻어진 물질, 한 종류의 형광성 물질을 함유하는 알루미퀴놀리놀 복합체, 한 종류의 형광성 물질을 함유하
는 베릴늄 벤졸퀴놀리놀 복합체, 한 종류의 형광성 물질을 함유하는 징크의 옥사졸 복합체, 또는 한 종류의 형광성 물질
을 함유하는 컨주게이트된 폴리머 유기 화합물의 프리커서를 포함한다. 프리커서는 예컨대 폴리비닐렌 페닐렌 또는 그
의 유도체를 포함한다. 형광성 안료는 로다민 B, 디스틸바이페닐, 테트라페닐 부타디엔, 퀸아크리돈 및 그들의 유도체
를 포함한다.
    

    
정공 주입층용 재료로서, TPD(Triphenyldiamine derivative), 코퍼 (II) 프타로시아닌의 포피린 화합물, 또는 α-N
PD이 사용된다. 애노드 버퍼층용 재료로서, CuPc, 폴리아닐린, 또는 폴리씨오펜이 사용된다. 보호층용 재료로서, Al의 
산화물, Al의 질화물, 또는 Si의 산화물 또는 그들의 혼합물이 사용된다. 흡습성 향상층용 재료로서 Ba의 산화물이 사
용된다. 스위칭 소자용 재료 및 전류 공급 소자용 재료로서, 트랜지스터가 사용된다. 또한, 스위칭 배선, 전류 공급 배선, 
공통 배선 및 접지 배선용 재료로서, Al, Cu, Ta, Ru, 또는 WSi가 사용된다.
    

다음으로, 스위칭 트랜지스터 및 전류 공급 트랜지스터를 구성하는 각각의 성분에 대해서는 표 2를 참조하여 기술하기
로 한다.

[표 1]
트랜지스터의 성분
소스, 드레인 및 게이트의 각 전극 Al, Cu, Ta, Ru, Wsi
게이트 절연막, 층간 유전체, 및 배리어층 Al의 산화물, Al의 질화물, Si의 산화물, Si의 질화물, 또는 이들의 혼합물

표 2에서 도시된 바와 같이, 소스, 드레인, 게이트 전극들 각각을 위한 재료로서 Al, Cu, Ta, Ru, 또는 WSi가 사용된다. 
게이트 절연막, 제 1 층간 유전체, 제 2 층간 유전체 및 배리어층들 각각을 위한 재료로서, Al의 산화물, Al의 질화물, 
Si의 산화물, Si의 질화물, 또는 이들의 혼합물이 사용된다.

다음으로, 표 3을 참조하여 발광체의 봉립을 위한 성분들에 대해 설명한다.

접착제용 재료로서, UV 경화 수지가 사용된다. 봉입 성분용 재료로서는 금속이나 유리나 수지가 사용된다. 밀폐 가스로
서, N2 , H2 , 또는 Ar 등의 불활성 기체가 사용된다.

제 16 실시예
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발광 소자부를 제조하는 통상적인 방법에 대해 도 51a 및 도 51b를 참조하여 도 48에 도시된 바와 같은 발광체의 구조
를 사용하여 기술하기로 한다.

먼저, 도 51a에 도시된 바와 같이, 기판(511)이 준비된다. 통상적으로, 기판(511)은 무알칼리성 유리로 만들어진다. 
다음으로, 도 51b에 도시된 바와 같이, 기판(511)상에는 CVD(화학 기상 증착)법이나 스퍼터링법에 의해서 배리어층
(548)이 형성된다. 도 51c에 도시된 바와 같이, 예컨대 약 500℃의 온도로 되고 레이저 조사에 의해 다결정질이 형성
되는 스퍼터링법이나 CVD법이나 LP(저압) CVD법에 의해 실리콘막(500)이 형성된다.

이어서, 도 52a에 도시된 바와 같이, 실리콘막(500)의 상부면 및 노광되는 배리어층(548)의 표면상에 스퍼터링법이나 
CVD법에 의해 게이트 절연막(545)이 형성된다. 통상적으로, " SiO 2 " 막이 원격 플라즈마 CVD법에 의해 성장된다.

    
다음으로, 도 52c에 도시된 바와 같이, 게이트 절연막(545)의 상부면 위에도 위치하는 실리콘막(500)의 상부면의 중
앙에 형성된다. 스퍼터링법이나 기상법에 의해 형성되는 통상 " WSi" 막인 게이트 전극막이 먼저 성장되게 하고, 이어
서 스핀 코팅법에 의해 포토레지스트를 가해 광마스크를 사용한 노광 및 현상에 의해 포토레지스트의 패터닝을 행하고, 
다음으로 밀링법에 의해 포토레지스트 패턴이 없는 게이트 전극막을 제거하고 포토레지스트를 솔벤트에서 분해시킴으
로써, 게이트 전극(524)용 패턴이 형성된다.
    

다음으로, 도 52c에 도시된 바와 같이, 실리콘막(500)이외의 부분을 코팅한 이후에 보론이나 포스포러스를 사용하여 
이온 도핑을 행함으로써 소스부(528) 및 드레인부(529)가 형성된다. 소스부(528) 및 드레인부(529)를 활성화하기 
위하여 예컨대 약 550℃의 온도로 가열 처리가 그들에 대해 행하여진다.

다음으로, 도 53a에 도시된 바와 같이, " SiO 2 " 막으로 통상 만들어지는 제 1 층간 유전체(546)가 스퍼터링법이나 C
VD법에 의해 게이트 전극(524)에 형성되고 소스부(528) 및 드레인부(529)상에 형성된 제 1 층간 유전체(546) 및 
게이트 절연막(545)을 제거함으로써 정공이 형성된다. 이 때, 게이트 전극(524)의 패터닝 공정에서 사용된 것과 동일
한 방법이 사용된다.

다음으로, 도 53b에 도시된 바와 같이, Al로 모두 만들어지는 소스 전극(525) 및 드레인 전극(526)은 패터닝 방법에 
의해 형성된다. 또한, 이 때, 게이트 전극(524)의 패터닝 처리에서 사용된 것과 같은 방법이 사용된다.

다음으로, 도 54a에 도시된 바와 같이, " SiO 2 " 막으로 통상 만들어지는 제 2 층간 유전체(547)가 패터닝법에 의해 형
성된다. 이 때, 드레인 전극(526)의 상부면중 일부가 노광된다. 또한, 이 때, 게이트 전극(524)의 패터닝 처리에서 사
용된 것과 같은 방법이 사용된다.

다음으로, 도 54b에 도시된 바와 같이, 금속으로 만들어진 하부 전극층(522)에 대한 패턴이 형성되어, 제 2 층간 유전
체(547)의 상부 및 노광되는 드레인 전극(526)의 상부를 덮게 된다. 또한, 이 때, 게이트 전극(524)의 패터닝 처리에
서 사용된 것과 같은 방법이 사용된다.

다음으로, 도 55a에 도시된 바와 같이, 발광 재료층(530)에 대한 패턴이 형성되어, 하부 전극층(522)에 대한 패턴을 
덮는다. 발광 재료층(530)에 대한 패턴을 형성하기 위하여 금속 마스크나 잉크젯 헤더를 사용하는 기상법에 의한 형성 
방법이 사용된다.

다음으로, 도 55b에 도시된 바와 같이, 투명 전극층(521)에 대한 패턴이 형성되어, 발광 재료층(530)에 대한 패턴의 
상부면을 덮는다. 투명 전극층(521)은 스퍼터링법이나 CVD법이나 스핀 코팅법에 의해 형성되고, 게이트 전극(524)의 
패터닝 처리에서 사용된 것과 같은 방법이 사용된다.

예
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후술하는 구성들을 가진 발광 소자를 가진 발광 표시 장치의 프로트타입에 대해 후술하는 조건들을 설정하여 얻어진 결
과들에 대해 설명한다. 프로트타입에 사용된 발광 본체는 도 8D 에 도시된 것과 동일한 층 구조를 갖는다. 즉, 투명 전
극층(21), 애노드 버퍼층(41), 구멍 주입층(33), 전자 투명층(35)으로서 작용하는 발광층(36), 상부 전극층(23) 및 
보호층(42)이 모두 기판(11) 상에 차례로 적층되어 있다. 도 18A 내지 18C에 도시된 발광 본체의 구조가 여기서 이
용된다. 그러므로, 이 발광 본체에서, 광은 기판 아래로 발광되고, 표시는 적층된 층들의 상부 위쪽의 유리 기판으로 이
루어진 기판(11)의 하측부 방향으로 보여진다. 발광 본체가 이렇게 구성되어, 도 27에 도시된 바와 같이, 투명 전극층
(21v)은 기판(11)상의 복수의 발광 본체들을 지지하게 형성되며, 복수의 발광 본체들은 도 29에 도시된 바와 같이, 용
접 방식으로 캡슐화되어 있다. 더욱이, 발광 본체는, 도 30 에 도시된 바와 같이, 스위칭 소자 및 전류 공급 소자가 부
가되고 도 35에 도시된 배선이 접속된 도 50 에 도시된 구성을 갖도록, 형성되어 있다.
    

하나의 단위 소자는 30㎛ × 100㎛ 의 크기를 가지며, 이 단위 소자를 이용하는 표시부의 크기는 40㎜ × 40㎜ 이다.

프로토타입에서, 비-알칼리 유리가 기판용 재료로서 사용되며, AlLi 는 금속 전극층으로서 사용되고, α-NPD 는 구
멍 주입층용 재료로서 사용되며, Alq 는 전자 투명층으로서 작용하는 발광층용 재료로서 사용된다. 폴리아닐린이 애노
드 버퍼층용 재료로서 사용된다. 주석과 인듐의 산화물의 혼합물인 " In 2-x SnxO3-y " 는 투명 전극층용 재료로서 사
용된다. 알루미늄(Al)은 제 1 스위칭 배선, 제 2 스위칭 배선 및 접지 배선용 재료로서 사용된다.

주석과 인듐 산화물의 혼합물은 Ar + O2의 분위기에서 타킷으로서 물질" In2-x Snx " 을 사용하여 반응 스퍼터링을 
실행함으로써 생성된다. In2-x SnxO3-y 막에서 " y" 의 값은 O 2대 Ar의 비율을 변경함으로써 변화된다. " y" 의 값은 
래더포드 백 스캐터링(RBS)법에 의해 분리적으로 준비된 상기 " In 2-xx Snxx O3-y " 막 상의 분석에 의해 얻어진다. 
막의 구조식 " In2-xx Snxx O3-y " 에 포함된 " xx" 의 값은 견본값이며, 이 값은 분석되지 않고, 값 " xx" 와 타킷으
로서 사용된 물질 " In 2-x Snx " 에 포함된 값" x" 사이의 차일 가능성이다.

도 18C에 도시된 발광 본체를 이용하는 프로토타입에서, 흡습성 강화 층용의 재료로서 바륨(Ba) 산화물이 사용된다.

스위칭 소자 및 전류 공급 소자로서, 트랜지스터들이 사용된다. 알루미늄은 트랜지스터의 소스 전극 및 드레인 전극용
으로 사용된다. 텅스텐 실리사이드가 트랜지스터의 게이트 전극용으로서 사용된다. 실리콘 옥사이드는 게이트 절연막, 
제 1 층간 절연체, 제 2 층간 절연체 및 배리어 층의 재료로 이용된다. 발광 소자는 질소 분위기에 놓여진 후, 금속 캡
에 의해 캡슐화된다.

발광 소자의 투명 전극으로 이루어진 애노드 에 5V 의 전압을 인가하고 모든 제 1 스위칭 배선(게이트 라인들)과 모든 
제 2 스위칭 배선(데이터 라인들)에 5V 의 전압을 인가한 후에, 발광 소자로부터 발광된 광이 절반으로 감소할 때까지 
필요한 시간을 포토미터를 이용해 실온에서 측정했다.

표 4는 발광 본체로부터 발광된 광의 량이 절반으로 감소될 때까지 필요한 시간(시간)과, 타킷으로서 상기 물질 " In 2
-x Snx " 을 이용한 경우 상기 " In 2-xx Snxx O3-y " 막에서 값 " y" 사이의 관계를 나타낸다. 데이터는 도 18A 에 도
시된 발광 본체가 사용된 경우(A)와 도 18C 에 도시된 발광 본체가 사용된 경우(B)에 제공된 것이다.

표 4
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[표 2]
광의 량을 절반으로 감소시키는데 필요한 시간 상의 데이터
    (A) (C)

y=0.01 y=0.03 y=0.06 y=0.1 y=0.15 y=0.2 y=0.3 y=0.06
x =0.05 49 48 340 280 320 220 21 570
x =0.1 52 90 350 360 320 240 18 580
x =0.2 47 45 360 330 340 250 17 460

도 4 에 도시된 바와 같이, 발광 본체로부터 발광된 광의 량을 절반으로 감소시키는데 필요한 시간은 타킷으로서 사용
된 물질 " In2-x Snx " 에서의 값 " x" 가 " 0.05, 0.1 및 0.2" 들 중 하나인 경우에 값" y" 가 " 003" 이하이면 100 시
간 미만이다. 값 " y" 이 0.06 내지 0.2 범위에 있으면, 시간은 220 시간이상이다. 값 " y" 가 0.3 이면, 시간은 21 시
간이하로 신속히 감소한다.

이것은 발광 시간에 대한 적절한 " y" 의 값은 0.06 내지 0.2 범위에 있다는 것을 의미한다. 그러므로, 값 " y" 는 0.0
6 내지 0.2 의 범위로 설정된다.

" In 2-xx Snxx O3-y " 막도 일정량의 산호 결핍 특성을 나타내므로, 흡습성이 우수하고 발광 본체 주변에 존재하는 습
기를 흡수할 수 있으며, 그래서 발광 본체의 발광 수명이 향상된다.

더욱이, 0.06인 값 " y" 를 이용하여 생성되고 도 18C 에 도시된 구조를 가진 발광 본체에서 광량을 절반으로 저감시키
는데 필요한 시간은 앞에서와 같이 동일한 " y" 값(y=0.06)을 이용하여 생성된 " In 2-xx Snxx O3-y " 막을 포함하는 
발광 본체에 필요한 시간 보다 1.5배 길다. 그래서, " In 2-xx Snxx O3-y " 막은 발광 본체 주변에 존재하는 습기를 흡
수하고, 발광 본체 주변의 물의 함량을 더 감소시키도록 작용하는 흡습성 향상층으로 습기를 흡수하므로, 발광 본체의 
발광 수명이 향상된다.

본 발명은 상술의 실시예들로 제한되는 것이 아니고, 본 발명의 정신 및 범위를 이탈함이 없이 다른 변경 및 수정이 가
능하다.

    발명의 효과

본 발명은 발광체와 발광 소자 및 이를 이용하는 발광 표시 장치에 관한 것으로, 특히, 특별한 발광 지속 시간을 보장할 
수 있는 발광체와 발광 소자 및 발광체와 발광 소자를 이용하는 발광 표시 장치를 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

발광체에 있어서,

기판과,

투명 전극과,

발광 재료와,

상부 전극을 포함하고,

상기 투명 전극은 상기 기판 위에 형성되고 상기 발광 재료와 상기 상부 전극은 순서대로 상기 투명 전극 위에 형성되고,

상기 투명 전극은 주성분으로서 " In2-x SnxO3-y 의 구조식을 갖는 주석과 인듐의 산화물의 혼합물로 만들어지고, 상
기 " y" 의 값은 0.05보다 작지 않고 0.2보다 크지 않은 범위 내에 존재하도록 설정되는, 발광체.
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청구항 2.

제 1 항에 있어서, 흡습성(hygroscopic) 재료로 만들어진 층이 상기 투명 전극에 인접하여 형성되는, 발광체.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 투명 전극의 층, 상기 발광 재료의 층 및 상기 상부 전극의 층을 포함하는 발광 소자부는 전광 
장치광(electroluminescence device)인, 발광체.

청구항 4.

제 3 항에 있어서, 상기 발광 재료로서 유기 재료를 사용하는 상기 전광 장치는 전류가 박막에 공급될 때 상기 유기 재
료로 만들어진 상기 박막으로부터 광이 방출되는 구조를 가진, 발광체.

청구항 5.

제 3 항에 있어서, 정공 주입층이 상기 투명 전극의 상기 층과 상기 발광 재료의 상기 층 사이에 형성되는, 발광체.

청구항 6.

제 3 항에 있어서, 전자 전달층이 상기 발광 재료의 상기 층과 상기 상부 전극의 상기 층 사이에 형성되는, 발광체.

청구항 7.

발광 소자로서 제 3 항에 따른 상기 발광체를 사용하는 발광체에 있어서,

    
제 1 발광 소자 그룹, 제 2 발광 소자 그룹 및 제 3 발광 소자 그룹을 포함하는 상기 발광 소자들의 3그룹들을 포함하고, 
각각의 이들 발광 소자 그룹은 기판 상에서 평면식으로 병렬로 배치되고, 독립적으로 적층되고 또한 각각 상기 발광 소
자들의 적어도 하나로 만들어지고, 각각의 이들 발광 소자 그룹은 상기 제 1 발광 소자 그룹이 적색 파장 영역에서 광을 
방출하고, 상기 제 2 발광 소자 그룹은 녹색 파장 영역에서 광을 방출하고, 상기 제 3 발광 소자 그룹은 청색 파장 영역
에서 광을 방출하는,발광체.
    

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 발광 소자 그룹들 각각은 광이 적, 녹 및 청색의 파장 영역들 각각에서 동시에 방출되도록 구성
되는, 발광체.

청구항 9.

제 7 항에 있어서, 상기 기판 상 평면식으로 병렬로 배치되는 각각의 상기 복수의 발광 소자 그룹들에 의해 생성되는 청, 
적 및 녹색들의 광을 포함하는 혼색광이 방출되는, 발광체.

청구항 10.

상기 투명 전극의 상기 층, 상기 발광 재료의 상기 층 및 상기 상부 전극의 상기 층을 포함하는 제 3 항에 따른 상기 발
광체를 발광 소자로서 사용하는 발광 소자부에 있어서,
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상기 발광 소자부는 상기 발광 소자와, 전기적으로 접속되어 전류를 상기 발광 소자에 공급하도록 사용되는 전류 공급 
소자를 포함하는, 발광 소자부.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 상기 투명 전극의 상기 층, 상기 발광 재료의 상기 층 및 상기 상부 전극의 상기 층을 포함하는 상
기 발광 소자로 전류를 공급해야할지의 여부를 판단하는 기능을 갖는 상기 전류 공급 소자에 접속된 스위칭 소자를 더 
포함하는, 발광 소자부.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 전류 공급 소자에 접속되고 상기 전류 공급 소자에 전류를 공급하도록 사용되는 배선들과 상
기 스위칭 소자에 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공급하기 위한 배선들을 더 포함하는, 발광 소자부.

청구항 13.

제 12 항에 따른 복수의 상기 발광 소자부들을 갖는 발광 표시 장치에 있어서,

전류를 상기 전류 공급 소자에 공급하기 위한 상기 배선들과 상기 스위칭 소자로 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공
급하기 위한 상기 배선들은 매트릭스 형태로 배열되는, 발광 표시 장치.

청구항 14.

발광체에 있어서,

기판과,

투명 전극과,

발광 재료와,

하부 전극을 포함하고,

상기 하부 전극은 상기 기판 위에 형성되고 상기 발광 재료와 상기 투명 전극은 순서대로 상기 하부 전극 위에 형성되고,

상기 투명 전극은 주성분으로 " In2-x SnxO3-y " 의 구조식을 갖는 주석과 인듐의 산화물의 혼합물로 만들어지고, 상
기 " y" 의 값은 0.05보다 작지 않고 0.2 보다 크지 않은 범위 내에서 존재하도록 설정되는, 발광체.

청구항 15.

제 14 항에 있어서, 습윤성 재료로 만들어진 층이 상기 투명 전극에 인접하여 형성되는, 발광체.

청구항 16.

제 14 항에 있어서, 상기 투명 전극의 층, 상기 발광 재료의 층 및 상기 하부 전극의 층을 포함하는 발광 소자부는 전광 
장치인, 발광체.

청구항 17.

제 16 항에 있어서, 상기 발광 재료로서 유기 재료를 사용하는 상기 전광 장치는 전류가 박막에 공급될 때 상기 유기 재
료로 만들어진 박막으로부터 광이 방출되는 구조를 가진, 발광체.
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청구항 18.

제 16 항에 있어서, 정공 주입층이 상기 투명 전극의 상기 층과 상기 발광 재료의 상기 층 사이에 형성되는, 발광체.

청구항 19.

제 16 항에 있어서, 상기 전자 전달층이 상기 하부 전극과 상기 발광 재료의 상기 층 사이에 형성되는, 발광체.

청구항 20.

발광 소자로서 제 16항에 따른 상기 발광체를 사용하는 발광체에 있어서,

    
제 1 발광 소자 그룹, 제 2 발광 소자 그룹 및 제 3 발광 소자 그룹을 포함하는 상기 발광 소자들의 3그룹들을 포함하고, 
각각의 이들 발광 소자 그룹은 독립적으로 적층되고 또한 각각 상기 발광 소자들의 적어도 하나로 만들어지고, 각각의 
이들 발광 소자 그룹은 기판 상에서 평면식으로 병렬로 배치되고, 상기 제 1 발광 소자 그룹이 적색 파장 영역에서 광을 
방출하고, 상기 제 2 발광 소자 그룹은 녹색 파장 영역에서 광을 방출하고, 상기 제 3 발광 소자 그룹은 청색 파장 영역
에서 광을 방출하는, 발광체.
    

청구항 21.

제 20 항에 있어서, 상기 발광 소자 그룹들 각각은 광이 적, 녹 및 청색의 파장 영역들 각각에서 동시에 방출되도록 구
성되는, 발광체.

청구항 22.

제 20 항에 있어서, 상기 기판 상에 평면식으로 병렬로 배치되는 각각의 상기 복수의 발광 소자 그룹들에 의해 생성된 
청, 적 및 녹색의 광을 포함하는 혼색광이 방출되는, 발광체.

청구항 23.

상기 투명 전극의 상기 층, 상기 발광 재료의 상기 층 및 상기 하부 전극의 상기 층을 포함하는 제 16항에 따른 상기 발
광체를 발광 소자들로서 사용하는 발광 소자부에 있어서,

상기 발광 소자부는 상기 발광 소자와, 전기적으로 접속되어 상기 발광 소자에 전류를 공급하도록 사용되는 전류 공급 
소자를 포함하는, 발광체.

청구항 24.

제 23 항에 있어서, 상기 투명 전극의 상기 층, 상기 발광 재료의 상기 층 및 상기 하부 전극의 상기 층을 포함하는 상
기 발광 소자로 전류를 공급해야할지의 여부를 판단하는 기능을 갖는 상기 전류 공급 소자에 접속된 스위칭 소자를 더 
포함하는, 발광체.

청구항 25.

제 24에 있어서, 상기 전류 공급 소자에 접속되고 상기 전류 공급 소자에 전류를 공급하도록 사용되는 배선들과 상기 
스위칭 소자에 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공급하기 위한 배선들을 더 포함하는, 발광 소자부.

청구항 26.
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제 25항에 따른 복수의 상기 발광 소자부들을 갖는 발광 표시 장치에 있어서,

전류를 상기 전류 공급 소자에 공급하기 위한 상기 배선들과 상기 스위칭 소자에 ON/OFF 상태에 대한 전압 정보를 공
급하기 위한 상기 배선들은 매트릭스 형태로 배열되는, 발광 표시 장치.
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